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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に搭載されてデータパッド及び電源パッドを含む複数の第１半導体チップと、
　前記第１半導体チップのうちの最上層第１半導体チップ上に形成されて複数の再配線パ
ターン及び複数の再配線パッドを含む上部配線層と、
　前記最上層第１半導体チップ上に形成されて前記データパッドに近い第２半導体チップ
と、
　前記データパッドと前記第２半導体チップとの間に形成された第１導電性接続と、
　前記第２半導体チップと前記基板との間に形成された第２導電性接続と、を有し、
　前記再配線パターンは、同一レベルに配置されて互いに重畳せず、
　前記第１半導体チップの前記データパッドは、前記第１導電性接続、前記第２半導体チ
ップ、前記再配線パターン、前記再配線パッド、及び前記第２導電性接続を経由して前記
基板に電気的に接続され、
　前記第２半導体チップと前記複数の第１半導体チップとの間においてデータ信号を伝達
する役割を担う配線は、前記複数の第１半導体チップの内の最下層の第１半導体チップよ
りも上部レベルに形成されることを特徴とする半導体パッケージ。
 
【請求項２】
　前記再配線パッドのうちの少なくとも１つは、前記最上層第１半導体チップの前記デー
タパッドのうちの１つに直接的に接触することを特徴とする請求項１に記載の半導体パッ
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ケージ。
【請求項３】
　前記第２半導体チップは、前記データパッドに相対的に近く、前記電源パッドに相対的
に遠く離隔されることを特徴とする請求項１に記載の半導体パッケージ。
【請求項４】
　前記第１半導体チップと前記第２半導体チップとの間の第１電気的接続経路は、前記第
２半導体チップと前記基板との間の第２電気的接続経路よりも短いことを特徴とする請求
項１に記載の半導体パッケージ。
【請求項５】
　前記上部配線層は、
　前記第１半導体チップの前記データパッドと前記第２半導体チップとの間に形成された
第１再配線パターンと、
　前記第２半導体チップと前記基板との間に形成された第２再配線パターンと、を含み、
　前記第１再配線パターンは、前記第２再配線パターンよりも短く、
　前記第１半導体チップの前記データパッドは、前記第１導電性接続、前記第１再配線パ
ターン、前記第２半導体チップ、前記第２再配線パターン、及び前記第２導電性接続を順
に経由して前記基板に接続されることを特徴とする請求項４に記載の半導体パッケージ。
【請求項６】
　前記上部配線層は、
　前記第１半導体チップの前記データパッドと前記第２半導体チップとの間に形成された
第１再配線パッドと、
　前記第２半導体チップと前記基板との間に形成された再配線パターンと、
　前記再配線パターンの両端に形成された第２及び第３再配線パッドと、を含み、
　前記第２半導体チップは、前記第１再配線パッドに近く、
　前記第２導電性接続は、前記第３再配線パッドに接続され、
　前記第１半導体チップの前記データパッドは、前記第１再配線パッド、前記第２半導体
チップ、前記第２再配線パッド、前記再配線パターン、前記第３再配線パッド、及び前記
第２導電性接続を順に経由して前記基板に接続されることを特徴とする請求項４に記載の
半導体パッケージ。
【請求項７】
　前記再配線パッド間に形成された第３導電性接続を更に含み、
　前記第３導電性接続は、前記再配線パターンのうちの少なくとも１つの上部を横切り、
　前記第３導電性接続は、前記再配線パターンと離隔され、
　前記第３導電性接続は、ボンディングワイヤ、ビームリード、又は導電性テープである
ことを特徴とする請求項１に記載の半導体パッケージ。
【請求項８】
　前記上部配線層は、前記最上層第１半導体チップ上を部分的に覆い、
　前記最上層第１半導体チップと前記第２半導体チップとの間には、前記上部配線層がな
いことを特徴とする請求項１に記載の半導体パッケージ。
【請求項９】
　前記第１半導体チップの前記データパッドは、全てが前記第２半導体チップ、前記再配
線パッド、前記再配線パターン、及び前記第２導電性接続を順に経由して前記基板に電気
的に接続されることを特徴とする請求項１に記載の半導体パッケージ。
【請求項１０】
　前記基板は、基板内部配線を含み、
　前記基板内部配線のそれぞれは、前記第１半導体チップの前記電源パッド又は前記第２
半導体チップに接続されることを特徴とする請求項９に記載の半導体パッケージ。
【請求項１１】
　前記基板内には、前記第１半導体チップの前記データパッドと前記第２半導体チップと
の間を連結する配線がないことを特徴とする請求項９に記載の半導体パッケージ。
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【請求項１２】
　前記第２半導体チップは、長軸と短軸との長さ比率が１．２以下であることを特徴とす
る請求項１に記載の半導体パッケージ。
【請求項１３】
　前記第１半導体チップの前記電源パッドは、前記第２半導体チップを経由せずに前記基
板に直接的に接続されることを特徴とする請求項１に記載の半導体パッケージ。
【請求項１４】
　前記第２半導体チップに接続されたバッファチップを更に含むことを特徴とする請求項
１に記載の半導体パッケージ。
【請求項１５】
　前記バッファチップは、前記上部配線層上に形成されることを特徴とする請求項１４に
記載の半導体パッケージ。
【請求項１６】
　前記上部配線層は、
　前記第１半導体チップの前記データパッドと前記第２半導体チップとの間に形成された
第１再配線パターンと、
　前記第２半導体チップと前記基板との間に形成された第２再配線パターンと、
　前記第２半導体チップと前記バッファチップとの間に形成された第３再配線パターンと
、を含み、
　前記バッファチップは、前記第３再配線パターンを経由して前記第２半導体チップに接
続されることを特徴とする請求項１５に記載の半導体パッケージ。
【請求項１７】
　中間配線層を更に含み、
　前記第１半導体チップのうちの一部は、第１方向に順にオフセット整列されて第１チッ
プスタックを構成し、
　前記第１半導体チップのうちの他の一部は、前記第１チップスタック上に前記第１方向
と異なる第２方向に順にオフセット整列されて第２チップスタックを構成し、
　前記中間配線層は、前記第１チップスタックと前記第２チップスタックとの間に形成さ
れ、
　前記第１チップスタックに含まれる前記第１半導体チップは、前記中間配線層を経由し
て前記上部配線層に電気的に接続されることを特徴とする請求項１に記載の半導体パッケ
ージ。
【請求項１８】
　基板上に搭載されてデータパッド及び電源パッドを含む複数の第１半導体チップと、
　前記第１半導体チップのうちの最上層第１半導体チップ上に形成され、複数の第１及び
第２再配線パッド、前記第１再配線パッドと前記第２再配線パッドとの間の第１再配線パ
ターン、複数の第３及び第４再配線パッド、前記第３再配線パッドと前記第４再配線パッ
ドとの間の第２再配線パターン、複数の第５及び第６再配線パッド、前記第５再配線パッ
ドと前記第６再配線パッドとの間の第３再配線パターン、複数の第７及び第８再配線パッ
ド、及び前記第７再配線パッドと前記第８再配線パッドとの間の第４再配線パターンを含
み、前記第１再配線パッドが前記最上層第１半導体チップの前記データパッドに接触する
上部配線層と、
　前記上部配線層上の第２半導体チップと、
　前記第１再配線パッドと前記データパッドとの間の第１導電性接続と、
　前記第２再配線パッドと前記第２半導体チップとの間の第２導電性接続と、
　前記第２半導体チップと前記第３再配線パッドとの間の第３導電性接続と、
　前記第４再配線パッドと前記基板との間の第４導電性接続と、
　前記第２半導体チップと前記第５再配線パッドとの間の第５導電性接続と、
　前記第６再配線パッドと前記第７再配線パッドとの間の第６導電性接続と、
　前記第８再配線パッドと前記基板との間の第７導電性接続と、を有し、
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　前記第６導電性接続は、ボンディングワイヤ、ビームリード、又は導電性テープであり
、
　前記第１再配線パターン及び前記第２再配線パターンのうちの少なくとも１つは、前記
第６再配線パッドと前記第７再配線パッドとの間に配置され、
　前記第６導電性接続は、前記第１再配線パターン及び前記第２再配線パターンと離隔さ
れ、
　前記第２半導体チップと前記複数の第１半導体チップとの間においてデータ信号を伝達
する役割を担う配線は、前記複数の第１半導体チップの内の最下層の第１半導体チップよ
りも上部レベルに形成されることを特徴とする半導体パッケージ。
 
【請求項１９】
　基板上に搭載されてデータパッド及び電源パッドを含む複数の第１半導体チップと、
　前記第１半導体チップのうちの最上層第１半導体チップ上を部分的に覆い、複数の第１
再配線パッド、複数の第２再配線パッド、及び前記第１再配線パッドと前記第２再配線パ
ッドとの間に形成された複数の再配線パターンを含む上部配線層と、
　前記最上層第１半導体チップ上の第２半導体チップと、
　前記第１半導体チップ間に形成されて前記データパッドに接触する第１導電性接続と、
　前記第２半導体チップと前記最上層第１半導体チップの前記データパッドとの間に形成
された第２導電性接続と、
　前記第２半導体チップと前記第１再配線パッドとの間の第３導電性接続と、
　前記第２再配線パッドと前記基板との間に形成された第４導電性接続と、を有し、
　前記最上層第１半導体チップと前記第２半導体チップとの間には、前記上部配線層がな
く、
　前記第１半導体チップの前記データパッドは、前記第１導電性接続、前記第２導電性接
続、前記第２半導体チップ、前記第３導電性接続、前記第１再配線パッド、前記再配線パ
ターン、前記第２再配線パッド、及び前記第４導電性接続を順に経由して前記基板に電気
的に接続され、
　前記第２半導体チップと前記複数の第１半導体チップとの間においてデータ信号を伝達
する役割を担う配線は、前記複数の第１半導体チップの内の最下層の第１半導体チップよ
りも上部レベルに形成されることを特徴とする半導体パッケージ。
 
【請求項２０】
　基板上に搭載された第１半導体チップと、
　前記第１半導体チップと前記基板とを連結する第１導電性接続と、
　前記基板上に搭載されて前記第１半導体チップと同一レベルに位置する支持台と、
　前記支持台及び前記第１半導体チップ上に搭載されてデータパッド及び電源パッドを含
む複数の第２半導体チップと、
　前記第２半導体チップのうちの最下層第２半導体チップの底表面に形成されて前記支持
台及び前記第１半導体チップ上に付着された接着膜と、
　前記第２半導体チップのうちの最上層第２半導体チップ上に形成されて前記データパッ
ドに電気的に接続された上部配線層と、
　前記データパッドと前記上部配線層との間に形成された第２導電性接続と、　　前記上
部配線層上に搭載され、前記データパッドに近く形成されて前記上部配線層に電気的に接
続された第３半導体チップと、
　前記第３半導体チップと前記基板との間に形成された第３導電性接続と、を有し、
　前記第１導電性接続は、前記接着膜の内部を通過し、
　前記複数の第２半導体チップは、前記データパッド、前記第２導電性接続、前記上部配
線層、前記第３半導体チップ、及び前記第３導電性接続を順に経由して前記基板に電気的
に接続され、
　前記第３半導体チップと前記第１半導体チップ、前記複数の第２半導体チップとの間に
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おいてデータ信号を伝達する役割を担う配線は、前記第１半導体チップよりも上部レベル
に形成されることを特徴とする半導体パッケージ。
 
【請求項２１】
　基板上に搭載されてデータパッド及び電源パッドを含む複数の第１半導体チップと、
　前記第１半導体チップのうちの最上層第１半導体チップ上に形成されて複数の再配線パ
ターン及び複数の再配線パッドを含む上部配線層と、
　前記最上層第１半導体チップ上に形成されて前記データパッドに近い第２半導体チップ
と、
　前記最上層第１半導体チップ上に形成されて前記第２半導体チップに電気的に接続され
た第１受動素子と、
　前記データパッドと前記第２半導体チップとの間に形成された第１導電性接続と、
　前記第２半導体チップと前記基板との間に形成された第２導電性接続と、を有し、
　前記第１半導体チップの前記データパッドは、前記第１導電性接続、前記第２半導体チ
ップ、前記再配線パターン、前記再配線パッド、及び前記第２導電性接続を経由して前記
基板に電気的に接続され、
　前記第２半導体チップと前記複数の第１半導体チップとの間においてデータ信号を伝達
する役割を担う配線は、前記複数の第１半導体チップの内の最下層の第１半導体チップよ
りも上部レベルに形成されることを特徴とする半導体パッケージ。
 
【請求項２２】
　前記第１受動素子は、前記第２半導体チップに近く搭載されることを特徴とする請求項
２１に記載の半導体パッケージ。
【請求項２３】
　前記第１受動素子は、ＭＬＣＣ（Ｍｕｌｔｉ－Ｌａｙｅｒ　Ｃｅｒａｍｉｃ　Ｃａｐａ
ｃｉｔｏｒ）、ＩＰＤ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｐａｓｓｉｖｅ　Ｄｅｖｉｃｅ）、又は
それらの組み合わせであることを特徴とする請求項２１に記載の半導体パッケージ。
【請求項２４】
　前記第１受動素子は、前記再配線パターンを経由して前記第２半導体チップに電気的に
接続されることを特徴とする請求項２１に記載の半導体パッケージ。
【請求項２５】
　前記上部配線層は、前記最上層第１半導体チップのパッシベーション絶縁膜上に直接的
に接触することを特徴とする請求項２１に記載の半導体パッケージ。
【請求項２６】
　前記第１受動素子と前記再配線パッドとの間に形成された第２導電性接続を更に含み、
　前記第１受動素子は、前記第２導電性接続、前記再配線パッド、及び前記再配線パター
ンを経由して前記第２半導体チップに電気的に接続され、
　前記第２導電性接続は、導電性ペースト、ソルダボール、又はソルダバンプであること
を特徴とする請求項２１に記載の半導体パッケージ。
【請求項２７】
　前記第１受動素子と前記第２半導体チップとの間に形成されたボンディングワイヤを更
に含み、
　前記第１受動素子は、前記ボンディングワイヤを経由して前記第２半導体チップに電気
的に接続されることを特徴とする請求項２１に記載の半導体パッケージ。
【請求項２８】
　前記基板上に搭載された第２受動素子を更に含み、
　前記第２受動素子は、前記基板に形成された電極フィンガーを経由して前記第２半導体
チップに電気的に接続されることを特徴とする請求項２１に記載の半導体パッケージ。
【請求項２９】
　前記最上層第１半導体チップ上に形成されて前記第２半導体チップに電気的に接続され
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たバッファチップを更に含み、
　前記バッファチップは、ＤＲＡＭ又はＳＲＡＭを含むことを特徴とする請求項２１に記
載の半導体パッケージ。
【請求項３０】
　基板上に搭載されてデータパッド及び電源パッドを含む複数の第１半導体チップと、
　前記第１半導体チップのうちの最上層第１半導体チップ上に形成されてデカップリング
キャパシタ、複数の再配線パターン、及び複数の再配線パッドを含む上部配線層と、
　前記最上層第１半導体チップ上に形成されて前記データパッドに近い第２半導体チップ
と、
　前記データパッドと前記第２半導体チップとの間に形成された第１導電性接続と、
　前記第２半導体チップと前記基板との間に形成された第２導電性接続と、を有し、
　前記第１半導体チップの前記データパッドは、前記第１導電性接続、前記第２半導体チ
ップ、前記再配線パターン、前記再配線パッド、及び前記第２導電性接続を経由して前記
基板に電気的に接続され、
　前記第２半導体チップと前記複数の第１半導体チップとの間においてデータ信号を伝達
する役割を担う配線は、前記複数の第１半導体チップの内の最下層の第１半導体チップよ
りも上部レベルに形成されることを特徴とする半導体パッケージ。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の半導体チップ及び再配線層を有する半導体パッケージに関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の半導体チップを搭載しながら高速動作特性を有する半導体パッケージを具現する
ための多様な方法が研究されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許第７，８８８，７９６号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２０１１／２３３７８８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、上記従来技術に鑑みてなされたものであって、本発明の目的は、信号伝達経
路を短縮し、大きさを縮小しながら複数の半導体チップを搭載することができる半導体パ
ッケージを提供することにある。
　また、本発明の目的は、信号伝達経路を短縮し、大きさを縮小しながら複数の半導体チ
ップ及び受動素子を搭載することができる半導体パッケージを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するためになされた本発明の一態様による半導体パッケージは、基板上
に搭載されてデータパッド及び電源パッドを有する複数の第１半導体チップと、前記第１
半導体チップのうちの最上層第１半導体チップ上に形成されて複数の再配線パターン及び
複数の再配線パッドを含む上部配線層と、前記最上層第１半導体チップ上に形成されて前
記データパッドに近い第２半導体チップと、前記データパッドと前記第２半導体チップと
の間に形成された第１導電性接続と、前記第２半導体チップと前記基板との間に形成され
た第２導電性接続と、を有し、前記再配線パターンは、同一レベルに配置されて互いに重
畳せず、前記第１半導体チップの前記データパッドは、前記第１導電性接続、前記第２半
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導体チップ、前記再配線パターン、前記再配線パッド、及び前記第２導電性接続を経由し
て前記基板に電気的に接続される。
【０００６】
　前記再配線パッドのうちの少なくとも１つは、前記最上層第１半導体チップの前記デー
タパッドのうちの１つに直接的に接触し得る。
　前記第２半導体チップは、前記データパッドに相対的に近く、前記電源パッドに相対的
に遠く離隔され得る。
　前記第１半導体チップと前記第２半導体チップとの間の第１電気的接続経路は、前記第
２半導体チップと前記基板との間の第２電気的接続経路よりも短くあり得る。
　前記上部配線層は、前記第１半導体チップの前記データパッドと前記第２半導体チップ
との間に形成された第１再配線パターンと、前記第２半導体チップと前記基板との間に形
成された第２再配線パターンと、を含み、前記第１再配線パターンは、前記第２再配線パ
ターンよりも短く、前記第１半導体チップの前記データパッドは、前記第１導電性接続、
前記第１再配線パターン、前記第２半導体チップ、前記第２再配線パターン、及び前記第
２導電性接続を順に経由して前記基板に接続され得る。
　前記上部配線層は、前記第１半導体チップの前記データパッドと前記第２半導体チップ
との間に形成された第１再配線パッドと、前記第２半導体チップと前記基板との間に形成
された再配線パターンと、前記再配線パターンの両端に形成された第２及び第３再配線パ
ッドと、を含み、前記第２半導体チップは、前記第１再配線パッドに近く、前記第２導電
性接続は、前記第３再配線パッドに接続され、前記第１半導体チップの前記データパッド
は、前記第１再配線パッド、前記第２半導体チップ、前記第２再配線パッド、前記再配線
パターン、前記第３再配線パッド、及び前記第２導電性接続を順に経由して前記基板に接
続され得る。
　前記半導体パッケージは、前記再配線パッド間に形成された第３導電性接続を更に含む
ことができ、前記第３導電性接続は、前記再配線パターンのうちの少なくとも１つの上部
を横切り、前記第３導電性接続は、前記再配線パターンと離隔され、前記第３導電性接続
は、ボンディングワイヤ（ｂｏｎｄｉｎｇ　ｗｉｒｅ）、ビームリード（ｂｅａｍ　ｌｅ
ａｄ）、又は導電性テープ（ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　ｔａｐｅ）であり得る。
　前記上部配線層は、前記最上層第１半導体チップ上を部分的に覆い、前記最上層第１半
導体チップと前記第２半導体チップとの間には、前記上部配線層がないものとし得る。
　前記第１半導体チップの前記データパッドは、全てが前記第２半導体チップ、前記再配
線パッド、前記再配線パターン、及び前記第２導電性接続を順に経由して前記基板に電気
的に接続され得る。
　前記基板は、基板内部配線を含み、前記基板内部配線のそれぞれは、前記第１半導体チ
ップの前記電源パッド又は前記第２半導体チップに接続され得る。
　前記基板内には、前記第１半導体チップの前記データパッドと前記第２半導体チップと
の間を連結する配線がないものとし得る。
　前記第２半導体チップは、長軸と短軸の長さ比率が１．２以下であり得る。
　前記第１半導体チップの前記電源パッドは、前記第２半導体チップを経由せずに前記基
板に直接的に接続され得る。
　前記半導体パッケージは、前記第２半導体チップに接続されたバッファチップを更に含
むことができる。
　前記バッファチップは、前記上部配線層上に形成され得る。
　前記上部配線層は、前記第１半導体チップの前記データパッドと前記第２半導体チップ
との間に形成された第１再配線パターンと、前記第２半導体チップと前記基板との間に形
成された第２再配線パターンと、前記第２半導体チップと前記バッファチップとの間に形
成された第３再配線パターンと、を含み、前記バッファチップは、前記第３再配線パター
ンを経由して前記第２半導体チップに接続され得る。
　前記半導体パッケージは、中間配線層を更に含むことができ、前記第１半導体チップの
うちの一部は、第１方向に順にオフセット整列されて第１チップスタック（ｃｈｉｐ　ｓ
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ｔａｃｋ）を構成し、前記第１半導体チップのうちの他の一部は、前記第１チップスタッ
ク上に前記第１方向と異なる第２方向に順にオフセット整列されて第２チップスタックを
構成し、前記中間配線層は、前記第１チップスタックと前記第２チップスタックとの間に
形成され、前記第１チップスタックに含まれる前記第１半導体チップは、前記中間配線層
を経由して前記上部配線層に電気的に接続され得る。
【０００７】
　上記目的を達成するためになされた本発明の他の態様による半導体パッケージは、基板
上に搭載されてデータパッド及び電源パッドを含む複数の第１半導体チップと、前記第１
半導体チップのうちの最上層第１半導体チップ上に形成され、複数の第１及び第２再配線
パッド、前記第１再配線パッドと前記第２再配線パッドとの間の第１再配線パターン、複
数の第３及び第４再配線パッド、前記第３再配線パッドと前記第４再配線パッドとの間の
第２再配線パターン、複数の第５及び第６再配線パッド、前記第５再配線パッドと前記第
６再配線パッドとの間の第３再配線パターン、複数の第７及び第８再配線パッド、及び前
記第７再配線パッドと前記第８再配線パッドとの間の第４再配線パターンを含み、前記第
１再配線パッドが前記最上層第１半導体チップの前記データパッドに接触する上部配線層
と、前記上部配線層上の第２半導体チップと、前記第１再配線パッドと前記データパッド
との間の第１導電性接続と、前記第２再配線パッドと前記第２半導体チップとの間の第２
導電性接続と、前記第２半導体チップと前記第３再配線パッドとの間の第３導電性接続と
、前記第４再配線パッドと前記基板との間の第４導電性接続と、前記第２半導体チップと
前記第５再配線パッドとの間の第５導電性接続と、前記第６再配線パッドと前記第７再配
線パッドとの間の第６導電性接続と、前記第８再配線パッドと前記基板との間の第７導電
性接続と、を有し、前記第６導電性接続は、ボンディングワイヤ（ｂｏｎｄｉｎｇ　ｗｉ
ｒｅ）、ビームリード（ｂｅａｍ　ｌｅａｄ）、又は導電性テープ（ｃｏｎｄｕｃｔｉｖ
ｅ　ｔａｐｅ）であり、前記第１再配線パターン及び前記第２再配線パターンのうちの少
なくとも１つは、前記第６再配線パッドと前記第７再配線パッドとの間に配置され、前記
第６導電性接続は、前記第１再配線パターン及び前記第２再配線パターンと離隔される。
【０００８】
　また、上記目的を達成するためになされた本発明の他の態様による半導体パッケージは
、基板上に搭載されてデータパッド及び電源パッドを含む複数の第１半導体チップと、前
記第１半導体チップのうちの最上層第１半導体チップ上を部分的に覆い、複数の第１再配
線パッド、複数の第２再配線パッド、及び前記第１再配線パッドと前記第２再配線パッド
との間に形成された複数の再配線パターンを含む上部配線層と、前記最上層第１半導体チ
ップ上の第２半導体チップと、前記第１半導体チップ間に形成されて前記データパッドに
接触する第１導電性接続と、前記第２半導体チップと前記最上層第１半導体チップの前記
データパッドとの間に形成された第２導電性接続と、前記第２半導体チップと前記第１再
配線パッドとの間の第３導電性接続と、前記第２再配線パッドと前記基板との間の第４導
電性接続と、有し、前記最上層第１半導体チップと前記第２半導体チップとの間には、前
記上部配線層がなく、前記第１半導体チップの前記データパッドは、前記第１導電性接続
、前記第２導電性接続、前記第２半導体チップ、前記第３導電性接続、前記第１再配線パ
ッド、前記再配線パターン、前記第２再配線パッド、及び前記第４導電性接続を順に経由
して前記基板に電気的に接続される。
【０００９】
　また、上記目的を達成するためになされた本発明の他の態様による半導体パッケージは
、基板上に搭載された第１半導体チップと、前記第１半導体チップと前記基板とを連結す
る第１導電性接続と、前記基板上に搭載されて前記第１半導体チップと同一レベルに位置
する支持台と、前記支持台及び前記第１半導体チップ上に搭載されてデータパッド及び電
源パッドを含む複数の第２半導体チップと、前記第２半導体チップのうちの最下層第２半
導体チップの底表面に形成されて前記支持台及び前記第１半導体チップ上に付着された接
着膜と、前記第２半導体チップのうちの最上層第２半導体チップ上に形成されて前記デー
タパッドに電気的に接続された上部配線層と、前記データパッドと前記上部配線層との間
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に形成された第２導電性接続と、前記上部配線層上に搭載され、前記データパッドに近く
形成されて前記上部配線層に電気的に接続された第３半導体チップと、前記第３半導体チ
ップと前記基板との間に形成された第３導電性接続と、を有し、前記第１導電性接続は、
前記接着膜の内部を通過し、前記複数の第２半導体チップは、前記データパッド、前記第
２導電性接続、前記上部配線層、前記第３半導体チップ、及び前記第３導電性接続を順に
経由して前記基板に電気的に接続される。
【００１０】
　前記第３半導体チップと前記データパッドとの間の電気的接続経路の長さは、前記第３
半導体チップと前記基板との間の電気的接続経路よりも短くし得る。
　前記上部配線層は、第１再配線パターン、前記第１再配線パターンの両端に接続された
第１及び第２再配線パッド、前記第１再配線パターンと離隔された第２再配線パターン、
及び前記第２再配線パターンの両端に接続された第３及び第４再配線パッドを含み、前記
第２導電性接続の一端は、前記第１再配線パッドに接触し、前記第２再配線パッドは、前
記第３半導体チップに電気的に接続され、前記第３導電性接続の一端は、前記第４再配線
パッドに接触し、前記第３再配線パッドは、前記第３半導体チップに電気的に接続され、
前記第２再配線パッドと前記第３半導体チップとの間に第４導電性接続が形成され、前記
第３再配線パッドと前記第３半導体チップとの間に第５導電性接続が形成され得る。
　前記上部配線層は、第１再配線パッド、前記第１再配線パッドと離隔された第２再配線
パターン、及び前記第２再配線パターンの両端に接続された第３及び第４再配線パッドを
含み、前記第２導電性接続の一端は、前記第１再配線パッドに接触し、前記第１再配線パ
ッドは、前記第３半導体チップに電気的に接続され、前記第３導電性接続の一端は、前記
第４再配線パッドに接触し、前記第３再配線パッドは、前記第３半導体チップに電気的に
接続され得る。
　前記上部配線層は、第１再配線パターン、及び前記第１再配線パターンの両端に接続さ
れた第１及び第２再配線パッドを含み、前記第２導電性接続の一端は、前記第１再配線パ
ッドに接触し、前記第２再配線パッドは、前記第３半導体チップに電気的に接続され、前
記第３導電性接続の一端は、前記第３半導体チップに接触し得る。
　前記第２半導体チップの前記電源パッドは、前記第３半導体チップを経由せずに前記基
板に直接的に接続され得る。
　前記複数の第２半導体チップのうちの一部は、第１方向に順にオフセット整列されて第
１チップスタック（ｃｈｉｐ　ｓｔａｃｋ）を構成し、前記複数の第２半導体チップのう
ちの他の一部は、前記第１チップスタック上に前記第１方向と異なる第２方向に順にオフ
セット整列されて第２チップスタックを構成し、前記第１チップスタック上に中間配線層
が形成され、前記第１チップスタックに含まれる前記第２半導体チップは、前記中間配線
層を経由して前記上部配線層に電気的に接続され得る。
　前記第２チップスタックの底表面に付着して前記中間配線層上に接触する中間接着膜が
提供され、前記第２導電性接続の一部は、前記中間接着膜を通過して前記中間配線層に接
続され得る。
　前記第１半導体チップは、バッファチップを含み、前記第２半導体チップのそれぞれは
、前記第１半導体チップよりも大きい幅を有する不揮発性メモリチップを含み、前記第３
半導体チップは、前記第２半導体チップよりも狭い幅を有するロジックチップを含み得る
。
【００１１】
　また、上記目的を達成するためになされた本発明の他の態様による半導体パッケージは
、基板上に搭載されてデータパッド及び電源パッドを含む複数の第１半導体チップと、前
記第１半導体チップのうちの最上層第１半導体チップ上に形成されて複数の再配線パター
ン及び複数の再配線パッドを含む上部配線層と、前記最上層第１半導体チップ上に形成さ
れて前記データパッドに近い第２半導体チップと、前記最上層第１半導体チップ上に形成
されて前記第２半導体チップに電気的に接続された第１受動素子と、前記データパッドと
前記第２半導体チップとの間に形成された第１導電性接続と、前記第２半導体チップと前
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記基板との間に形成された第２導電性接続と、を有し、前記第１半導体チップの前記デー
タパッドは、前記第１導電性接続、前記第２半導体チップ、前記再配線パターン、前記再
配線パッド、及び前記第２導電性接続を経由して前記基板に電気的に接続される。
【００１２】
　前記第１受動素子は、前記第２半導体チップに近く搭載され得る。
　前記第１受動素子は、ＭＬＣＣ（Ｍｕｌｔｉ－Ｌａｙｅｒ　Ｃｅｒａｍｉｃ　Ｃａｐａ
ｃｉｔｏｒ）、ＩＰＤ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｐａｓｓｉｖｅ　Ｄｅｖｉｃｅ）、又は
それらの組み合わせであり得る。
　前記第１受動素子は、前記再配線パターンを経由して前記第２半導体チップに電気的に
接続され得る。
　前記上部配線層は、前記最上層第１半導体チップのパッシベーション絶縁膜上に直接的
に接触し得る。
　前記半導体パッケージは、前記第１受動素子と前記再配線パッドとの間に形成された第
２導電性接続を更に含むことができ、前記第１受動素子は、前記第２導電性接続、前記再
配線パッド、及び前記再配線パターンを経由して前記第２半導体チップに電気的に接続さ
れ、前記第２導電性接続は、導電性ペースト（ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　ｐａｓｔｅ）、ソ
ルダボール（ｓｏｌｄｅｒ　ｂａｌｌ）、又はソルダバンプ（ｓｏｌｄｅｒ　ｂｕｍｐ）
であり得る。
　前記半導体パッケージは、前記第１受動素子と前記第２半導体チップとの間に形成され
たボンディングワイヤ（ｂｏｎｄｉｎｇ　ｗｉｒｅ）を更に含むことができ、前記第１受
動素子は、前記ボンディングワイヤを経由して前記第２半導体チップに電気的に接続され
得る。
　前記半導体パッケージは、前記基板上に第２受動素子を更に含むことができ、前記第２
受動素子は、前記基板に形成された電極フィンガーを経由して前記第２半導体チップに電
気的に接続され得る。
　前記半導体パッケージは、前記最上層第１半導体チップ上に形成されて前記第２半導体
チップに電気的に接続されたバッファチップを更に含むことができ、前記バッファチップ
は、ＤＲＡＭ又はＳＲＡＭを含み得る。
【００１３】
　また、上記目的を達成するためになされた本発明の他の態様による半導体パッケージは
、基板上に搭載されてデータパッド及び電源パッドを含む複数の第１半導体チップと、前
記第１半導体チップのうちの最上層第１半導体チップ上に形成されてデカップリングキャ
パシタ（ｄｅｃｏｕｐｌｉｎｇ　ｃａｐａｃｉｔｏｒ）、複数の再配線パターン、及び複
数の再配線パッドを含む上部配線層と、前記最上層第１半導体チップ上に形成されて前記
データパッドに近い第２半導体チップと、前記データパッドと前記第２半導体チップとの
間に形成された第１導電性接続と、前記第２半導体チップと前記基板との間に形成された
第２導電性接続と、を有し、前記第１半導体チップの前記データパッドは、前記第１導電
性接続、前記第２半導体チップ、前記再配線パターン、前記再配線パッド、及び前記第２
導電性接続を経由して前記基板に電気的に接続される。
【００１４】
　前記デカップリングキャパシタは、前記最上層第１半導体チップのパッシベーション絶
縁膜上に形成された第１キャパシタ電極、前記第１キャパシタ電極と対向する第２キャパ
シタ電極、及び前記第１キャパシタ電極と前記第２キャパシタ電極との間のキャパシタ誘
電膜を含み得る。
　前記第１キャパシタ電極及び前記第２キャパシタ電極は、同一の水平レベルに形成され
得る。
　前記キャパシタ誘電膜は、前記第１キャパシタ電極の上部表面を覆い、前記第２キャパ
シタ電極は、前記キャパシタ誘電膜上に形成され得る。
　前記第１キャパシタ電極及び前記第２キャパシタ電極は、前記第２半導体チップに電気
的に接続され得る。
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　前記最上層第１半導体チップ上に、前記第２半導体チップに電気的に接続されたＩＰＤ
（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｐａｓｓｉｖｅ　Ｄｅｖｉｃｅ）が搭載され得る。
　その他の実施形態の具体的な事項は詳細な説明及び図面に含まれる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の半導体パッケージは、基板上に複数のメモリチップ、受動素子、及びロジック
チップが搭載され、メモリチップのうちの最上層メモリチップ上に再配線層が形成される
。メモリチップは、ボンディングワイヤのような導電性接続により再配線層を経由してロ
ジックチップに接続され、ロジックチップは、メモリチップのデータパッドに近く搭載さ
れる。これにより、ロジックチップとメモリチップとの間のデータ伝達経路は従来に比べ
て著しく短縮することができる。基板は、ロジックチップとメモリチップとの間のデータ
伝達のための配線を必要としないため、基板内に形成される基板内部配線は従来に比べて
著しく単純化することができる。受動素子は、ロジックチップに近く搭載されてロジック
チップに接続される。
　また、半導体パッケージは、基板上にバッファチップ、支持台、接着膜、複数のメモリ
チップ、及びロジックチップが搭載され、メモリチップのうちの最上層メモリチップ上に
再配線層が形成される。これにより、信号伝達経路が短縮され、構造的に安定し、複数の
半導体チップを搭載しながらも軽薄短小化に有利な半導体パッケージを具現することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明するレイアウトである。
【図２】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明する断面図であり、（Ｂ）は
（Ａ）の一部分を詳細に示す部分断面図である。
【図３】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明する断面図である。
【図４】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明する基板内の配線を示すレイ
アウトである。
【図５】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明するレイアウトである。
【図６】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明する断面図である。
【図７】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明するレイアウトである。
【図８】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明するレイアウトである。
【図９】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明する断面図である。
【図１０】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明するレイアウトである。
【図１１】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明する断面図である。
【図１２】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明するレイアウトである。
【図１３】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明する断面図である。
【図１４】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明する断面図である。
【図１５】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明するレイアウトである。
【図１６】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明する断面図である。
【図１７】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明する断面図である。
【図１８】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明する断面図である。
【図１９】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明する断面図である。
【図２０】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明する断面図である。
【図２１】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明する断面図である。
【図２２】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明するレイアウトであり、（
Ｂ）は、（Ａ）の一部分を示す断面図である。
【図２３】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明するレイアウトである。
【図２４】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明する断面図である。
【図２５】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明するレイアウトである。
【図２６】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明する断面図である。
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【図２７】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明する断面図である。
【図２８】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明するレイアウトである。
【図２９】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明するレイアウトである。
【図３０】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明する断面図である。
【図３１】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明するレイアウトである。
【図３２】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明する断面図である。
【図３３】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明するレイアウトである。
【図３４】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明する断面図である。
【図３５】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明するレイアウトである。
【図３６】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明するレイアウトである。
【図３７】図３６の一部分を詳細に示す拡大図である。
【図３８】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明する断面図である。
【図３９】図３６の一部分を詳細に示す斜視図である。
【図４０】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明する断面図である。
【図４１】本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明するレイアウトである。
【図４２】本発明の一実施形態による電子装置の斜視図である。
【図４３】本発明の一実施形態による電子装置のシステムブロック図である。
【図４４】本発明の一実施形態による電子装置の斜視図である。
【図４５】本発明の一実施形態による電子装置の斜視図である。
【図４６】本発明の一実施形態による電子装置の斜視図である。
【図４７】本発明の一実施形態による電子装置のシステムブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明を実施するための形態の具体例を、図面を参照しながら詳細に説明する。
しかし、本発明は、ここに説明した実施形態に限定されず、他の形態に具現化することが
できる。むしろ、ここに紹介した実施形態は、開示した内容が徹底的且つ完全となるよう
に、そして当業者に本発明の思想が十分に伝達されるようにするために提供する。図面に
おいて、層及び領域の厚さは明確にするために誇張したものである。また、層が他の層又
は基板「上」にあるとした場合に、それは他の層又は基板上に直接形成されるか、又はそ
れらの間に第３の層が介在する。明細書全体において同一参照符号で示した部分は同一構
成要素を意味する。
【００１８】
　第１、第２などの用語は多様な構成要素を説明するために用いるが、構成要素は用語に
よって限定されない。用語は１つの構成要素を他の構成要素から区別する目的だけに用い
る。例えば、本発明の権利範囲を離脱しない範囲で、第１構成要素は第２構成要素とする
ことができ、同様に第２構成要素は第１構成要素とすることができる。
【００１９】
　上端、下端、上面、下面、又は上部、下部などの用語は、構成要素において相対的な位
置を区別するために用いる。例えば、便宜的に、図面上の上側を上部、図面上の下側を下
部として記載する場合、実際では、本発明の権利範囲を離脱しない範囲において、上部は
下部とすることができ、下部は上部とすることができる。
【００２０】
　本明細書で用いる用語は、単に特定の実施形態を説明するために用いるものであり、本
発明を限定しようとする意図はない。単数の表現は文脈上で明白に示さない限り、複数の
表現を含む。本出願において、「含む」又は「有する」などの用語は、明細書上に記載し
た特徴、数字、段階、動作、構成要素、部分品、又はこれらの組み合わせの存在を指定し
ようとするものであって、１つ又はそれ以上の他の特徴や数字、段階、動作、構成要素、
部分品、又はこれらを組み合わせたものなどの存在又は付加可能性を予め排除しないもの
として理解すべきである。
【００２１】
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　他に定義しない限り、技術的や科学的な用語を含み、ここに用いる全ての用語は本発明
が属する技術分野において通常の知識を有する者にとって一般的に理解されるものと同一
の意味を有する。一般的に用いられる事前に定義されている用語は関連技術の文脈上に有
する意味と一致するものとして解釈すべきであり、本明細書で明白に定義しない限り、理
想的、又は過度に形式的な意味として解釈してはならない。
【００２２】
　図１は、本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明するレイアウトであり、図
２（Ａ）及び図３は、本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明する断面図であ
り、図２（Ｂ）は、図２（Ａ）の一部分を詳細に示す部分断面図であり、図４は、本発明
の一実施形態による半導体パッケージを説明する基板内の配線を示すレイアウトである。
【００２３】
　図１及び図２（Ａ）を参照すると、基板３上に第１チップスタック（ｃｈｉｐ　ｓｔａ
ｃｋ）１０が搭載される。第１チップスタック１０は複数のメモリチップ１１、１２、１
３、１４を含む。複数のメモリチップ１１、１２、１３、１４のうちの最上層メモリチッ
プ１４上に再配線層２７４が形成される。再配線層２７４内に、複数の第１再配線パター
ン２７５、複数の第２再配線パターン２７６、複数の第１再配線パッド２９１、複数の第
２再配線パッド２９２、複数の第３再配線パッド２９３、複数の第４再配線パッド２９４
、及び複数の第５再配線パッド２９７が形成される。再配線層２７４上にロジックチップ
７が搭載される。基板３上に第１チップスタック１０及びロジックチップ７を覆う封止材
５９が提供される。封止材５９内に第１～第５導電性接続２４１、２４３、２４６、２４
８、２４９が提供される。複数のメモリチップ１１、１２、１３、１４、及びロジックチ
ップ７は、複数のデータパッド９１及び複数の電源パッド９２を含む。
【００２４】
　他の実施形態において、再配線層２７４は上部配線層と指称する。
【００２５】
　第１～第５導電性接続２４１、２４３、２４６、２４８、２４９のそれぞれは、ボンデ
ィングワイヤ（ｂｏｎｄｉｎｇ　ｗｉｒｅ）、ビームリード（ｂｅａｍ　ｌｅａｄ）、導
電性テープ、導電性スペーサ、貫通電極、ソルダボール（ｓｏｌｄｅｒ　ｂａｌｌ）、ソ
ルダバンプ（ｓｏｌｄｅｒ　ｂｕｍｐ）、又はそれらの組み合わせを含む。例えば、第１
～第５導電性接続２４１、２４３、２４６、２４８、２４９はボンディングワイヤ（ｂｏ
ｎｄｉｎｇ　ｗｉｒｅ）である。
【００２６】
　基板３は、硬性印刷回路基板（ｒｉｇｉｄ　ｐｒｉｎｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ　ｂｏａ
ｒｄ）、軟性印刷回路基板（ｆｌｅｘｉｂｌｅ　ｐｒｉｎｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ　ｂｏ
ａｒｄ）、又は硬軟性印刷回路基板（ｒｉｇｉｄ－ｆｌｅｘｉｂｌｅ　ｐｒｉｎｔｅｄ　
ｃｉｒｃｕｉｔ　ｂｏａｒｄ）を含む。基板３の下部表面は下部ソルダレジスト２で覆わ
れ、基板３の上部表面は上部ソルダレジスト４で覆われる。基板３上に第１電極フィンガ
ー２３１及び第２電極フィンガー２３３が形成される。基板３の下部に下部ソルダレジス
ト２を貫通する外部端子５が形成される。第１電極フィンガー２３１は基板３を介して外
部端子５から選択される１つと電気的に接続される。外部端子５は、ソルダボール（ｓｏ
ｌｄｅｒ　ｂａｌｌ）、ソルダバンプ（ｓｏｌｄｅｒ　ｂｕｍｐ）、ピングリッドアレイ
（ｐｉｎ　ｇｒｉｄ　ａｒｒａｙ）、リードグリッドアレイ（ｌｅａｄ　ｇｒｉｄ　ａｒ
ｒａｙ）、導電性タブ（ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　ｔａｂ）、又はそれらの組み合わせを含
む。
【００２７】
　複数のメモリチップ１１、１２、１３、１４のそれぞれは、ナンドフラッシュメモリ（
ＮＡＮＤ　ｆｌａｓｈ　ｍｅｍｏｒｙ）のような不揮発性メモリ素子（ｎｏｎ－ｖｏｌａ
ｔｉｌｅ　ｍｅｍｏｒｙ　ｄｅｖｉｃｅ）を含む。複数のメモリチップ１１、１２、１３
、１４はデータパッド９１を含む。複数のメモリチップ１１、１２、１３、１４のデータ
パッド９１はデータ入出力パッドである。複数のメモリチップ１１、１２、１３、１４は
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カスケード（ｃａｓｃａｄｅ）構造に積層される。複数のメモリチップ１１、１２、１３
、１４は段階的に（ｓｔｅｐ　ｂｙ　ｓｔｅｐ）オフセット整列される。例えば、複数の
メモリチップ１１、１２、１３、１４は基板３の一方向に段階的にオフセット整列される
。複数のメモリチップ１１、１２、１３、１４のそれぞれはロジックチップ７よりも大き
い幅である。
【００２８】
　第１再配線パターン２７５のそれぞれの長さは第２再配線パターン２７６のそれぞれの
長さよりも短い。第１再配線パターン２７５及び第２再配線パターン２７６は互いに離隔
される。第１再配線パターン２７５の両端に接触する第１及び第２再配線パッド２９１、
２９２が形成される。第２再配線パターン２７６の両端に接触する第３及び第４再配線パ
ッド２９３、２９４が形成される。第１再配線パッド２９１は最上層メモリチップ１４の
データパッド９１に接触して電気的に接続される。また、第１再配線パッド２９１は、第
２導電性接続２４３を経由して複数のメモリチップ１１、１２、１３に電気的に接続され
る。第２導電性接続２４３は、メモリチップ１１、１２、１３のデータパッド９１及び第
１再配線パッド２９１に接触する。
【００２９】
　他の実施形態において、メモリチップ１１、１２、１３、１４のそれぞれはＤＲＡＭ（
ｄｙｎａｍｉｃ　ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）のような揮発性メモリ素
子（ｖｏｌａｔｉｌｅ　ｍｅｍｏｒｙ　ｄｅｖｉｃｅ）を含む。
【００３０】
　ロジックチップ７は、ロジック素子（ｌｏｇｉｃ　ｄｅｖｉｃｅ）を含むコントローラ
（ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）又はマイクロプロセッサ（ｍｉｃｒｏｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）で
ある。ロジックチップ７は、複数のメモリチップ１１、１２、１３、１４よりも狭い幅で
ある。ロジックチップ７は再配線層２７４上に搭載される。再配線層２７４は最上層メモ
リチップ１４上を覆う。ロジックチップ７と最上層メモリチップ１４との間に再配線層２
７４が介在する。ロジックチップ７のデータパッド９１から選択される１つは、第５導電
性接続２４９を経由して第２再配線パッド２９２に接続される。ロジックチップ７のデー
タパッド９１から選択される他の１つは、第４導電性接続２４８を経由して第３再配線パ
ッド２９３に接続される。第４再配線パッド２９４と第１電極フィンガー２３１との間に
第１導電性接続２４１が形成される。
【００３１】
　複数のメモリチップ１１、１２、１３、１４は、第１再配線パッド２９１、第１再配線
パターン２７５、第２再配線パッド２９２、第５導電性接続２４９、ロジックチップ７、
第４導電性接続２４８、第３再配線パッド２９３、第２再配線パターン２７６、第４再配
線パッド２９４、及び第１導電性接続２４１を順に経由して基板３に電気的に接続される
。
【００３２】
　第３導電性接続２４６は、第２電極フィンガー２３３、メモリチップ１１、１２、１３
の電源パッド９２、及び第５再配線パッド２９７に接触される。第５再配線パッド２９７
は、メモリチップ１１、１２、１３、１４から最上層メモリチップ１４の電源パッド９２
に接触して電気的に接続される。メモリチップ１１、１２、１３、１４の電源パッド９２
は、ロジックチップ７を経由せず、第３導電性接続２４６を経由して第２電極フィンガー
２３３に直接的に接続される。
【００３３】
　図２（Ｂ）を参照すると、最上層メモリチップ１４はデータパッド９１及びパッシベー
ション絶縁膜１４Ｐを含む。パッシベーション絶縁膜１４Ｐは、最上層メモリチップ１４
を覆い、データパッド９１を露出する。再配線層２７４は、第１絶縁膜２７４Ａ、第１再
配線パッド２９１、第１再配線パターン２７５、第２再配線パッド２９２、第２絶縁膜２
７４Ｂを含む。第１絶縁膜２７４Ａは最上層メモリチップ１４上を覆う。第１絶縁膜２７
４Ａ上に、第１再配線パッド２９１、第１再配線パターン２７５、及び第２再配線パッド



(15) JP 6122290 B2 2017.4.26

10

20

30

40

50

２９２が形成される。例えば、第１再配線パッド２９１、第１再配線パターン２７５、及
び第２再配線パッド２９２は同一レベルに形成される。第１再配線パッド２９１、第１再
配線パターン２７５、及び第２再配線パッド２９２は互いに重畳しないように形成される
。第１再配線パッド２９１は、第１絶縁膜２７４Ａを貫通して最上層メモリチップ１４の
データパッド９１に直接的に接触する。第２絶縁膜２７４Ｂは、第１絶縁膜２７４Ａ及び
第１再配線パターン２７５を覆い、第１再配線パッド２９１及び第２再配線パッド２９２
を露出する。第１再配線パッド２９１上に第２導電性接続２４３が形成される。第２再配
線パッド２９２上に第５導電性接続２４９が形成される。
【００３４】
　いくつかの実施形態において、第１再配線パッド２９１、第１再配線パターン２７５、
第２再配線パッド２９２、第３再配線パッド２９３、第２再配線パターン２７６、第４再
配線パッド２９４、及び第５再配線パッド２９７は、互いに重畳しないように同一レベル
に形成される。
【００３５】
　他の実施形態において、第１絶縁膜２７４Ａ又は第２絶縁膜２７４Ｂは選択的に省略さ
れる。例えば、第１絶縁膜２７４Ａは省略される。
【００３６】
　更に他の実施形態において、再配線層２７４は最上層メモリチップ１４上に部分的に形
成される。
【００３７】
　図３を参照すると、基板３、第１チップスタック１０、ロジックチップ７、及び封止材
５９は、カード型パッケージ又はメインボード搭載型パッケージを構成する。例えば、外
部端子図２（Ａ）の外部端子５は省略される。
【００３８】
　図４を参照すると、基板３は基板内部配線３２１、３２２、３２３を含む。基板内部配
線３２１、３２２、３２３のうちのいずれかは、メモリチップ１１、１２、１３、１４及
びロジックチップ７に電源を供給する。例えば、基板内部配線３２１、３２２、３２３の
うちのいずれかは、第２電極フィンガー２３３及び第３導電性接続２４６に電気的に接続
される。基板内部配線３２１、３２２、３２３のうちの他のいずれかは、ロジックチップ
７とデータを入出力し、外部装置との信号伝逹に用いられる。例えば、基板内部配線３２
１、３２２、３２３のうちの他のいずれかは、第１電極フィンガー２３１及び第１導電性
接続２４１に電気的に接続される。
【００３９】
　図１～図４に示すように、ロジックチップ７は、メモリチップ１１、１２、１３、１４
のデータパッド９１に相対的に近く、メモリチップ１１、１２、１３、１４の電源パッド
９２に相対的に遠く離隔される。第１再配線パターン２７５、第１再配線パッド２９１、
第２再配線パッド２９２、第２導電性接続２４３、及び第５導電性接続２４９は、ロジッ
クチップ７とメモリチップ１１、１２、１３、１４との間でデータ信号を伝達する役割を
担う第１電気的接続経路と解釈される。第２再配線パターン２７６、第３再配線パッド２
９３、第４再配線パッド２９４、第４導電性接続２４８、第１導電性接続２４１、及び第
１電極フィンガー２３１は、ロジックチップ７と基板３との間でデータ信号を伝達する役
割を担う第２電気的接続経路と解釈される。第１電気的接続経路は第２電気的接続経路よ
りも短い。第５再配線パッド２９７、第３導電性接続２４６、及び第２電極フィンガー２
３３は、基板３からメモリチップ１１、１２、１３、１４に電源を供給する役割を担う第
３電気的接続経路と解釈される。基板内部配線３２１、３２２、３２３は、第１電極フィ
ンガー２３１又は第２電極フィンガー２３３に接続される。
【００４０】
　上述のように、本実施形態によれば、基板３内には、ロジックチップ７とメモリチップ
１１、１２、１３、１４との間でデータ信号を伝達する役割を担うどのような配線も必要
としない。ロジックチップ７とメモリチップ１１、１２、１３、１４との間でデータ信号
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を伝達する役割を担う配線は、全てメモリチップ１１、１２、１３、１４のうちの最下層
メモリチップ１１よりも上部レベルに形成される。基板３内に形成された基板内部配線３
２１、３２２、３２３は従来に比べて著しく単純化することができる。基板内部配線３２
１、３２２、３２３の電源供給能力及び信号伝達能力は、従来に比べて著しく向上させる
ことができる。
【００４１】
　ロジックチップ７は、メモリチップ１１、１２、１３、１４のデータパッド９１に近く
形成される。メモリチップ１１、１２、１３、１４のデータパッド９１とロジックチップ
７との間の電気的接続経路の長さは従来に比べて著しく短縮される。第１再配線パターン
２７５の長さは第２再配線パターン２７６よりも短く形成される。メモリチップ１１、１
２、１３、１４のデータパッド９１とロジックチップ７との間の電気的接続経路の長さは
、ロジックチップ７と基板３との間の電気的接続経路よりも短縮される。メモリチップ１
１、１２、１３、１４の動作速度は、ロジックチップ７と外部装置との間の信号伝達速度
と比べて相対的に遅くなることがある。本実施形態による半導体パッケージの動作速度は
メモリチップ１１、１２、１３、１４によって決定される。ロジックチップ７とメモリチ
ップ１１、１２、１３、１４との間の電気的接続経路を短縮することは半導体パッケージ
の動作速度増加に非常に効果的である。
【００４２】
　第１再配線パターン２７５及び第２再配線パターン２７６の長さは、ロジックチップ７
の位置により自由に調節することができる。ロジックチップ７のデータパッド９１の位置
は、第１再配線パターン２７５と第２再配線パターン２７６と連携して効率的に配置され
る。本実施形態によれば、ロジックチップ７の設計自由度は従来に比べて著しく増加する
。ロジックチップ７の高集積化に相対的に有利である。
【００４３】
　図５は、本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明するレイアウトであり、図
６は、本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明する断面図である。
【００４４】
　図５及び図６を参照すると、基板３上に第１チップスタック（ｃｈｉｐ　ｓｔａｃｋ）
１０が搭載される。第１チップスタック１０は複数のメモリチップ１１、１２、１３、１
４を含む。複数のメモリチップ１１、１２、１３、１４のうちの最上層メモリチップ１４
上に再配線層２７４が形成される。再配線層２７４内に、複数の第２再配線パターン２７
６、複数の第１再配線パッド２９１、複数の第３再配線パッド２９３、複数の第４再配線
パッド２９４、及び複数の第５再配線パッド２９７が形成される。再配線層２７４上にロ
ジックチップ７が搭載される。基板３上に第１チップスタック１０及びロジックチップ７
を覆う封止材５９が提供される。封止材５９内に第１～第５導電性接続２４１、２４３、
２４６、２４８、２４９が提供される。複数のメモリチップ１１、１２、１３、１４、及
びロジックチップ７は、複数のデータパッド９１及び複数の電源パッド９２を含む。
【００４５】
　第１再配線パターン（図１の２７５参照）及び第２再配線パッド（図１の２９２参照）
は省略される。第５導電性接続２４９は、第１再配線パッド２９１に接触し、ロジックチ
ップ７のデータパッド９１に接触する。メモリチップ１１、１２、１３、１４とロジック
チップ７との間の電気的接続経路の長さは従来に比べて著しく短縮される。
【００４６】
　図７は、本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明するレイアウトである。
【００４７】
　図７を参照すると、基板３上に第１チップスタック（ｃｈｉｐ　ｓｔａｃｋ）１０が搭
載される。第１チップスタック１０は複数のメモリチップ１１、１２、１３、１４を含む
。メモリチップ１１、１２、１３、１４のうちの最上層メモリチップ１４上に再配線層２
７４が形成される。再配線層２７４内に、複数の第１再配線パターン２７５、複数の第２
再配線パターン２７６、複数の第１再配線パッド２９１、複数の第２再配線パッド２９２
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、複数の第３再配線パッド２９３、複数の第４再配線パッド２９４、及び複数の第５再配
線パッド２９７が形成される。再配線層２７４上にロジックチップ７が搭載される。基板
３上に、第１～第５導電性接続２４１、２４３、２４６、２４８、２４９が提供される。
複数のメモリチップ１１、１２、１３、１４、及びロジックチップ７は、複数のデータパ
ッド９１及び複数の電源パッド９２を含む。
【００４８】
　第１再配線パターン２７５、第２再配線パターン２７６、第１再配線パッド２９１、第
２再配線パッド２９２、第３再配線パッド２９３、第４再配線パッド２９４、及び第５再
配線パッド２９７は、多様な位置と長さを有するように形成される。ロジックチップ７の
設計自由度は従来に比べて著しく増加する。例えば、ロジックチップ７は長軸と短軸の長
さ比率が１．２以下である。
【００４９】
　図８は、本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明するレイアウトであり、図
９は、本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明する断面図である。
【００５０】
　図８及び図９を参照すると、基板３上に第１チップスタック（ｃｈｉｐ　ｓｔａｃｋ）
１０が搭載される。第１チップスタック１０は複数のメモリチップ１１、１２、１３、１
４を含む。複数のメモリチップ１１、１２、１３、１４のうちの最上層メモリチップ１４
上に再配線層２７４が形成される。再配線層２７４内に、複数の第１再配線パターン２７
５、複数の第２再配線パターン２７６、複数の第３再配線パターン２７７、複数の第１再
配線パッド２９１、複数の第２再配線パッド２９２、複数の第３再配線パッド２９３、複
数の第４再配線パッド２９４、複数の第５再配線パッド２９７、及び複数の第６再配線パ
ッド２９８が形成される。再配線層２７４上にロジックチップ７及び第１バッファチップ
２６１が搭載される。基板３上に、第１チップスタック１０、ロジックチップ７、及び第
１バッファチップ２６１を覆う封止材５９が提供される。封止材５９内に、第１導電性接
続２４１、第２導電性接続２４３、第３導電性接続２４６、第４導電性接続２４８、第５
導電性接続２４９、第６導電性接続２４４、及び第７導電性接続２４７が提供される。メ
モリチップ１１、１２、１３、１４、第１バッファチップ２６１、及びロジックチップ７
は、複数のデータパッド９１及び複数の電源パッド９２を含む。
【００５１】
　第１バッファチップ２６１は第７導電性接続２４７を用いてロジックチップ７に接続さ
れる。第３再配線パターン２７７は第５再配線パッド２９７と第６再配線パッド２９８と
の間に形成される。第６導電性接続２４４は第１バッファチップ２６１の電源パッド９２
と第６再配線パッド２９８との間に形成される。第１バッファチップ２６１はＤＲＡＭ又
はＳＲＡＭのような揮発性メモリ素子（ｖｏｌａｔｉｌｅ　ｍｅｍｏｒｙ　ｄｅｖｉｃｅ
）を含む。
【００５２】
　図１０は、本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明するレイアウトであり、
図１１は、本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明する断面図である。
【００５３】
　図１０及び図１１を参照すると、基板３上に第１チップスタック（ｃｈｉｐ　ｓｔａｃ
ｋ）１０が搭載される。第１チップスタック１０は複数のメモリチップ１１、１２、１３
、１４を含む。メモリチップ１１、１２、１３、１４のうちの最上層メモリチップ１４上
に再配線層２７４が形成される。再配線層２７４内に、複数の第２再配線パターン２７６
、複数の第３再配線パターン２７７、複数の第１再配線パッド２９１、複数の第３再配線
パッド２９３、複数の第４再配線パッド２９４、複数の第５再配線パッド２９７、及び複
数の第６再配線パッド２９８が形成される。再配線層２７４上にロジックチップ７及び第
１バッファチップ２６１が搭載される。基板３上に、第１チップスタック１０、ロジック
チップ７、及び第１バッファチップ２６１を覆う封止材５９が提供される。封止材５９内
に、第１導電性接続２４１、第２導電性接続２４３、第３導電性接続２４６、第４導電性
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接続２４８、第５導電性接続２４９、第６導電性接続２４４、及び第７導電性接続２４７
が提供される。メモリチップ１１、１２、１３、１４、第１バッファチップ２６１、及び
ロジックチップ７は、複数のデータパッド９１及び複数の電源パッド９２を含む。
【００５４】
　第１再配線パターン（図８の２７５参照）及び第２再配線パッド（図８の２９２参照）
は省略される。第５導電性接続２４９は、第１再配線パッド２９１に接触し、ロジックチ
ップ７のデータパッド９１に接触する。
【００５５】
　図１２は、本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明するレイアウトであり、
図１３及び図１４は、本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明する断面図であ
る。
【００５６】
　図１２及び図１３を参照すると、基板３上に第１チップスタック（ｃｈｉｐ　ｓｔａｃ
ｋ）１０が搭載される。第１チップスタック１０は複数のメモリチップ１１、１２、１３
、１４を含む。メモリチップ１１、１２、１３、１４のうちの最上層メモリチップ１４上
に再配線層２７４が形成される。再配線層２７４内に、複数の第１再配線パターン２７５
、複数の第２再配線パターン２７６、複数の第３再配線パターン２７７、複数の第１再配
線パッド２９１、複数の第２再配線パッド２９２、複数の第３再配線パッド２９３、複数
の第４再配線パッド２９４、複数の第５再配線パッド２９７、及び複数の第６再配線パッ
ド２９８が形成される。再配線層２７４上に、ロジックチップ７、第１バッファチップ２
６１、及び第２バッファチップ２６２が搭載される。第２バッファチップ２６２は第１バ
ッファチップ２６１上にオフセット（ｏｆｆ　ｓｅｔ）整列される。基板３上に、第１チ
ップスタック１０、ロジックチップ７、第１バッファチップ２６１、及び第２バッファチ
ップ２６２を覆う封止材５９が形成される。封止材５９内に、第１導電性接続２４１、第
２導電性接続２４３、第３導電性接続２４６、第４導電性接続２４８、第５導電性接続２
４９、第６導電性接続２４４、及び第７導電性接続２４７が提供される。メモリチップ１
１、１２、１３、１４、第１バッファチップ２６１、第２バッファチップ２６２、及びロ
ジックチップ７は、複数のデータパッド９１及び複数の電源パッド９２を含む。
【００５７】
　第１バッファチップ２６１及び第２バッファチップ２６２は、第７導電性接続２４７を
用いてロジックチップ７に接続される。第３再配線パターン２７７は第５再配線パッド２
９７と第６再配線パッド２９８との間に形成される。第６導電性接続２４４は、第１バッ
ファチップ２６１及び第２バッファチップ２６２の電源パッド９２と第６再配線パッド２
９８との間に形成される。第１バッファチップ２６１及び第２バッファチップ２６２は、
ＤＲＡＭ又はＳＲＡＭのような揮発性メモリ素子（ｖｏｌａｔｉｌｅ　ｍｅｍｏｒｙ　ｄ
ｅｖｉｃｅ）を含む。
【００５８】
　図１４を参照すると、第２バッファチップ２６２は、第１接着膜２５３を用いて第１バ
ッファチップ２６１上に搭載される。第１バッファチップ２６１及び第２バッファチップ
２６２は、第７導電性接続２４７を用いてロジックチップ７に接続される。第７導電性接
続２４７は第１接着膜２５３の内部を通過する。
【００５９】
　第１接着膜２５３はＤＡＦ（ｄｉｒｅｃｔ　ａｄｈｅｓｉｖｅ　ｆｉｌｍ）又はＦＯＷ
（ｆｉｌｍ　ｏｖｅｒ　ｗｉｒｅ）と指称する。第７導電性接続２４７がボンディングワ
イヤ（ｂｏｎｄｉｎｇ　ｗｉｒｅ）の場合、ボンディングワイヤの一部分が第１接着膜２
５３を部分的に貫通又は通過する。第７導電性接続２４７が第１接着膜２５３を貫通又は
通過する場合、第２バッファチップ２６２は第１バッファチップ２６１上に垂直整列され
る。
【００６０】
　図１５は、本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明するレイアウトである。
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【００６１】
　図１５を参照すると、基板３上に第１チップスタック（ｃｈｉｐ　ｓｔａｃｋ）１０が
搭載される。第１チップスタック１０は複数のメモリチップ１１、１２、１３、１４を含
む。メモリチップ１１、１２、１３、１４のうちの最上層メモリチップ１４上に再配線層
２７４が形成される。再配線層２７４内に、複数の第１再配線パターン２７５、複数の第
２再配線パターン２７６、複数の第３再配線パターン２７７、複数の第４再配線パターン
３１３、複数の第１再配線パッド２９１、複数の第２再配線パッド２９２、複数の第３再
配線パッド２９３、複数の第４再配線パッド２９４、複数の第５再配線パッド２９７、複
数の第６再配線パッド２９８、複数の第７再配線パッド３１１、及び複数の第８再配線パ
ッド３１４が形成される。再配線層２７４上に、ロジックチップ７、第１バッファチップ
２６１、及び第２バッファチップ２６２が搭載される。第２バッファチップ２６２は第１
バッファチップ２６１上にオフセット（ｏｆｆ　ｓｅｔ）整列される。基板３上に、第１
チップスタック１０、ロジックチップ７、第１バッファチップ２６１、及び第２バッファ
チップ２６２を覆う封止材５９が形成される。封止材５９内に、第１導電性接続２４１、
第２導電性接続２４３、第３導電性接続２４６、第４導電性接続２４８、第５導電性接続
２４９、第６導電性接続２４４、第７導電性接続２４７、及び第８導電性接続３１２が提
供される。
【００６２】
　第４再配線パターン３１３の両端に第７再配線パッド３１１及び第８再配線パッド３１
４が形成される。第４再配線パターン３１３、第７再配線パッド３１１、及び第８再配線
パッド３１４は、第１バッファチップ２６１とロジックチップ７との間に形成される。第
１バッファチップ２６１及び第２バッファチップ２６２は、第７導電性接続２４７を用い
て第８再配線パッド３１４に接続される。ロジックチップ７は、第８導電性接続３１２を
用いて第７再配線パッド３１１に接続される。
【００６３】
　図１６～図２１は、本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明する断面図であ
る。
【００６４】
　図１６及び図１７を参照すると、基板３上にバッファチップ２６１、２６２及び支持台
５０が搭載される。バッファチップ２６１、２６２及び支持台５０上に第１チップスタッ
ク（ｃｈｉｐ　ｓｔａｃｋ）１０が搭載される。第１チップスタック１０は複数のメモリ
チップ１１、１２、１３、１４を含む。複数のメモリチップ１１、１２、１３、１４のう
ちの最上層メモリチップ１４上に再配線層２７４が形成される。再配線層２７４内に、第
１再配線パターン２７５、第２再配線パターン２７６、及び第１～第４再配線パッド２９
１、２９２、２９３、２９４が形成される。再配線層２７４上にロジックチップ７が搭載
される。基板３上に、バッファチップ２６１、２６２、支持台５０、第１チップスタック
１０、及びロジックチップ７を覆う封止材５９が形成される。また、封止材５９内に、第
１導電性接続２４１、第２導電性接続２４３、第４導電性接続２４８、第５導電性接続２
４９、第９導電性接続２４２が形成される。バッファチップ２６１、２６２、メモリチッ
プ１１、１２、１３、１４、及びロジックチップ７はデータパッド９１を含む。導電性接
続２４１、２４２、２４３、２４８、２４９のそれぞれは、ボンディングワイヤ（ｂｏｎ
ｄｉｎｇ　ｗｉｒｅ）、ビームリード（ｂｅａｍ　ｌｅａｄ）、導電性テープ、導電性ス
ペーサ、貫通電極、ソルダボール（ｓｏｌｄｅｒ　ｂａｌｌ）、ソルダバンプ（ｓｏｌｄ
ｅｒ　ｂｕｍｐ）、又はそれらの組み合わせを含む。
【００６５】
　基板３は、硬性印刷回路基板（ｒｉｇｉｄ　ｐｒｉｎｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ　ｂｏａ
ｒｄ）、軟性印刷回路基板（ｆｌｅｘｉｂｌｅ　ｐｒｉｎｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ　ｂｏ
ａｒｄ）、又は硬軟性印刷回路基板（ｒｉｇｉｄ－ｆｌｅｘｉｂｌｅ　ｐｒｉｎｔｅｄ　
ｃｉｒｃｕｉｔ　ｂｏａｒｄ）を含む。基板３の下部表面は下部ソルダレジスト２に覆わ
れ、基板３の上部表面は上部ソルダレジスト４に覆われる。基板３上に第１電極フィンガ
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ー２３１及び第３電極フィンガー２３２が形成される。基板３の下部に下部ソルダレジス
ト２を貫通する外部端子５が形成される。第１電極フィンガー２３１は基板３を介して外
部端子５から選択される１つと電気的に接続される。外部端子５は、ソルダボール（ｓｏ
ｌｄｅｒ　ｂａｌｌ）、ソルダバンプ（ｓｏｌｄｅｒ　ｂｕｍｐ）、ピングリッドアレイ
（ｐｉｎ　ｇｒｉｄ　ａｒｒａｙ）、リードグリッドアレイ（ｌｅａｄ　ｇｒｉｄ　ａｒ
ｒａｙ）、導電性タブ（ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　ｔａｂ）、又はそれらの組み合わせを含
む。
【００６６】
　他の実施形態において、基板３、バッファチップ２６１、２６２、支持台５０、第１チ
ップスタック１０、ロジックチップ７、及び封止材５９は、カード型パッケージを構成す
る。外部端子５は省略される。
【００６７】
　バッファチップ２６１、２６２のそれぞれは、ＤＲＡＭ又はＳＲＡＭのような揮発性メ
モリ素子（ｖｏｌａｔｉｌｅ　ｍｅｍｏｒｙ　ｄｅｖｉｃｅ）を含む。バッファチップ２
６１、２６２のデータパッド９１はデータ入出力パッドである。バッファチップ２６１、
２６２のデータパッド９１と第３電極フィンガー２３２との間に第９導電性接続２４２が
形成される。
【００６８】
　バッファチップ２６１、２６２は、第９導電性接続２４２及び基板３を経由してロジッ
クチップ７に電気的に接続される。バッファチップは第１バッファチップ２６１及び第２
バッファチップ２６２を含む。第２バッファチップ２６２は、第１接着膜２５３を用いて
第１バッファチップ２６１上に搭載される。第１接着膜２５３はＤＡＦ（ｄｉｒｅｃｔ　
ａｄｈｅｓｉｖｅ　ｆｉｌｍ）又はＦＯＷ（ｆｉｌｍ　ｏｖｅｒ　ｗｉｒｅ）と指称する
。第９導電性接続２４２は第１接着膜２５３の内部を通過する。例えば、第９導電性接続
２４２がボンディングワイヤ（ｂｏｎｄｉｎｇ　ｗｉｒｅ）の場合、ボンディングワイヤ
の一部分が第１接着膜２５３を部分的に貫通又は通過する。第９導電性接続２４２が第１
接着膜２５３を貫通又は通過する場合、第２バッファチップ２６２は第１バッファチップ
２６１上に垂直整列される。支持台５０及び第２バッファチップ２６２の上部表面は実質
的に同一な水平レベルである。
【００６９】
　メモリチップ１１、１２、１３、１４のそれぞれは、ナンドフラッシュメモリ（ＮＡＮ
Ｄ　ｆｌａｓｈ　ｍｅｍｏｒｙ）のような不揮発性メモリ素子（ｎｏｎ－ｖｏｌａｔｉｌ
ｅ　ｍｅｍｏｒｙ　ｄｅｖｉｃｅ）を含む。メモリチップ１１、１２、１３、１４のデー
タパッド９１はデータ入出力パッドである。メモリチップ１１、１２、１３、１４はカス
ケード（ｃａｓｃａｄｅ）構造に積層される。メモリチップ１１、１２、１３、１４は段
階的に（ｓｔｅｐ　ｂｙ　ｓｔｅｐ）オフセット整列される。メモリチップ１１、１２、
１３、１４のそれぞれは、第２バッファチップ２６２よりも大きい幅である。メモリチッ
プ１１、１２、１３、１４のうちの最下層メモリチップ１１は、第２接着膜２５４を用い
て支持台５０及び第２バッファチップ２６２上に付着される。最下層メモリチップ１１の
一側面は支持台５０の一側面に垂直整列される。最下層メモリチップ１１の他の側面は第
２バッファチップ２６２上に整列される。メモリチップ１１、１２、１３、１４間に第３
接着膜２５５が形成される。メモリチップ１１、１２、１３、１４は、基板３の一方向に
段階的にオフセット整列される。
【００７０】
　第２接着膜２５４の厚さは第３接着膜２５５よりも厚い。第９導電性接続２４２は第２
接着膜２５４の内部を通過する。例えば、第９導電性接続２４２がボンディングワイヤ（
ｂｏｎｄｉｎｇ　ｗｉｒｅ）の場合、ボンディングワイヤの一部分が第２接着膜２５４を
部分的に貫通又は通過する。第９導電性接続２４２が第２接着膜２５４を貫通又は通過す
る場合、第２バッファチップ２６２及び支持台５０は最下層メモリチップ１１の占有面積
内に搭載される。
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【００７１】
　第２接着膜２５４は最下層メモリチップ１１と同一の幅を有する。第２接着膜２５４は
最下層メモリチップ１１の下部表面に付着される。第２接着膜２５４は、最下層メモリチ
ップ１１、第２バッファチップ２６２、及び支持台５０と直接的に接触する。第２接着膜
２５４はＤＡＦ（ｄｉｒｅｃｔ　ａｄｈｅｓｉｖｅ　ｆｉｌｍ）又はＦＯＷ（ｆｉｌｍ　
ｏｖｅｒ　ｗｉｒｅ）である。第３接着膜２５５は第２接着膜２５４と同一種類の物質膜
である。いくつかの他の実施形態において、第３接着膜２５５は第２接着膜２５４と異な
る種類の物質膜である。
【００７２】
　第１再配線パターン２７５及び第２再配線パターン２７６は互いに離隔される。第１再
配線パターン２７５の両端に接触する第１及び第２再配線パッド２９１、２９２が形成さ
れる。第２再配線パターン２７６の両端に接触する第３及び第４再配線パッド２９３、２
９４が形成される。第１再配線パッド２９１は、最上層メモリチップ１４のデータパッド
９１に接触して電気的に接続される。また、第１再配線パッド２９１は、第２導電性接続
２４３を経由して複数のメモリチップ１１、１２、１３に電気的に接続される。第２導電
性接続２４３は、メモリチップ１１、１２、１３のデータパッド９１及び第１再配線パッ
ド２９１に接触する。
【００７３】
　ロジックチップ７はコントローラ（ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）又はマイクロプロセッサ（
ｍｉｃｒｏｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）である。ロジックチップ７はメモリチップ１１、１２、
１３よりも狭い幅である。ロジックチップ７は再配線層２７４上に搭載される。ロジック
チップ７のデータパッド９１から選択される１つは、第５導電性接続２４９を経由して第
２再配線パッド２９２に接続される。ロジックチップ７のデータパッド９１から選択され
る他の１つは、第４導電性接続２４８を経由して第３再配線パッド２９３に接続される。
第４再配線パッド２９４と第１電極フィンガー２３１との間に第１導電性接続２４１が形
成される。
【００７４】
　メモリチップ１１、１２、１３は、データパッド９１、第２導電性接続２４３、第１再
配線パッド２９１、第１再配線パターン２７５、第２再配線パッド２９２、第５導電性接
続２４９、ロジックチップ７、第４導電性接続２４８、第３再配線パッド２９３、第２再
配線パターン２７６、第４再配線パッド２９４、及び第１導電性接続２４１を順に経由し
て基板３に電気的に接続される。
【００７５】
　図１６及び図１７に示すように、第１再配線パターン２７５及び第２再配線パターン２
７６の長さは、ロジックチップ７の位置により自由に調節される。例えば、ロジックチッ
プ７とメモリチップ１１、１２、１３との間の信号伝達経路を短縮しようとする場合、図
１６と同様に第１再配線パターン２７５の長さは、第２再配線パターン２７６よりも短縮
される。メモリチップ１１、１２、１３のデータパッド９１とロジックチップ７との間の
電気的接続経路の長さは従来に比べて著しく短縮される。メモリチップ１１、１２、１３
のデータパッド９１とロジックチップ７との間の電気的接続経路の長さは、ロジックチッ
プ７と基板３との間の電気的接続経路よりも短縮される。
【００７６】
　第９導電性接続２４２が第１接着膜２５３を通過する構成を利用して、第２バッファチ
ップ２６２は第１バッファチップ２６１上に垂直整列される。また、第９導電性接続２４
２が第２接着膜２５４を通過する構成を利用して、第２バッファチップ２６２及び支持台
５０は最下層メモリチップ１１の占有面積内に搭載される。本実施形態によると、水平幅
の縮小に有利な構成を有する半導体パッケージが提供される。従来に比べて著しく早い動
作速度を有し、複数の半導体チップを搭載しながら大きさの縮小に有利な半導体パッケー
ジを具現することができる。
【００７７】
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　図１８を参照すると、メモリチップ１１、１２、１３、１４のうちの最上層メモリチッ
プ１４上に再配線層２７４が形成される。再配線層２７４内に、第１再配線パッド２９１
、第２再配線パターン２７６、及び第２再配線パターン２７６の両端に第３及び第４再配
線パッド２９３、２９４が形成される。再配線層２７４上にロジックチップ７が搭載され
る。ロジックチップ７のデータパッド９１から選択される１つは、第５導電性接続２４９
を経由して第１再配線パッド２９１に接続される。ロジックチップ７のデータパッド９１
から選択される他の１つは、第４導電性接続２４８を経由して第３再配線パッド２９３に
接続される。第１再配線パターン（図１６の２７５参照）、及び第２再配線パッド（図１
６の２９２参照）は省略される。
【００７８】
　ロジックチップ７は、第１再配線パッド２９１及びメモリチップ１１、１２、１３、１
４のデータパッド９１に近く搭載される。ロジックチップ７とメモリチップ１１、１２、
１３、１４との間の電気的接続経路は従来に比べて著しく短縮される。
【００７９】
　図１９を参照すると、第２バッファチップ（図１６の２６２参照）は省略される。支持
台５０及び第１バッファチップ２６１の上部表面は実質的に同一の水平レベルである。メ
モリチップ１１、１２、１３、１４のうちの最下層メモリチップ１１は、第２接着膜２５
４を用いて支持台５０及び第１バッファチップ２６１上に付着される。最下層メモリチッ
プ１１の一側面は第１バッファチップ２６１上に整列される。第９導電性接続２４２は第
２接着膜２５４の内部を通過する。第１バッファチップ２６１及び支持台５０は最下層メ
モリチップ１１の占有面積内に搭載される。
【００８０】
　図２０を参照すると、バッファチップ２６１、２６２及び支持台５０上にチップスタッ
ク（ｃｈｉｐ　ｓｔａｃｋ）９が搭載される。チップスタック９は複数のメモリチップ１
１、１２、１３、１４、２１、２２、２３、２４を含む。便宜的に複数のメモリチップは
、第１～第８メモリチップ１１、１２、１３、１４、２１、２２、２３、２４と指称する
。第１～第４メモリチップ１１、１２、１３、１４は第１チップスタック１０を構成し、
第５～第８メモリチップ２１、２２、２３、２４は第２チップスタック２０を構成する。
第８メモリチップ２４上に再配線層２７４が形成される。
【００８１】
　第４メモリチップ１４上に中間再配線層２８４が形成される。中間再配線層２８４は、
第５再配線パターン２８５、及び第５再配線パターン２８５の両端に形成された第９再配
線パッド２９５及び第１０再配線パッド２９６を含む。第１～第４メモリチップ１１、１
２、１３、１４は第１カスケード（ｃａｓｃａｄｅ）構造に積層される。第２導電性接続
２４３は第１０再配線パッド２９６に接触する。
【００８２】
　第５～第８メモリチップ２１、２２、２３、２４は第２カスケード（ｃａｓｃａｄｅ）
構造に積層される。第５～第８メモリチップ２１、２２、２３、２４は、第１～第４メモ
リチップ１１、１２、１３、１４と異なる方向に整列される。第５～第８メモリチップ２
１、２２、２３、２４は、第１～第４メモリチップ１１、１２、１３、１４と反対方向に
順にオフセット整列される。例えば、第５メモリチップ２１は、第４接着膜２５６を用い
て中間再配線層２８４上に付着される。第４接着膜２５６は第２接着膜２５４と実質的に
同一のものである。第２導電性接続２４３は第４接着膜２５６の内部を通過する。
【００８３】
　第６～第８メモリチップ２２、２３、２４は、第５接着膜２５７を用いて第５メモリチ
ップ２１上に順に付着される。第５～第７メモリチップ２１、２２、２３は、第１０導電
性接続２４５を利用して第４再配線パッド２９４に接続される。第８メモリチップ２４の
データパッド９１は第４再配線パッド２９４に接触して電気的に接続される。第１０導電
性接続２４５の一端は第９再配線パッド２９５に接触する。
【００８４】
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　図２１を参照すると、メモリチップ１１、１２、１３、１４のうちの最上層メモリチッ
プ１４上に再配線層２７４が形成される。再配線層２７４内に、第１再配線パターン２７
５、及び第１再配線パターン２７５の両端に第１及び第２再配線パッド２９１、２９２が
形成される。再配線層２７４上にロジックチップ７が搭載される。ロジックチップ７のデ
ータパッド９１から選択される１つは、第５導電性接続２４９を経由して第２再配線パッ
ド２９２に接続される。ロジックチップ７のデータパッド９１から選択される他の１つは
、第１導電性接続２４１を経由して第１電極フィンガー２３１に接続される。第２再配線
パターン（図１７の２７６参照）、及び第３及び第４再配線パッド（図１６の２９３、２
９４参照）は省略される。
【００８５】
　図２２（Ａ）は、本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明するレイアウトで
あり、図２２（Ｂ）は図２２（Ａ）の一部分を示す断面図である。
【００８６】
　図２２（Ａ）を参照すると、基板３上に第１チップスタック（ｃｈｉｐ　ｓｔａｃｋ）
１０が搭載される。第１チップスタック１０は複数のメモリチップ１１、１２、１３、１
４を含む。メモリチップ１１、１２、１３、１４のうちの最上層メモリチップ１４上に再
配線層２７４が形成される。再配線層２７４内に、複数の第１再配線パターン２７５、複
数の第２再配線パターン２７６、複数の第１再配線パッド２９１、複数の第２再配線パッ
ド２９２、複数の第３再配線パッド２９３、複数の第４再配線パッド２９４、複数の第５
再配線パッド２９７、複数の第６再配線パターン３７６、複数の第７再配線パターン３７
７、複数の第１１再配線パッド３９３、複数の第１２再配線パッド３９４、複数の第１３
再配線パッド３９５、及び複数の第１４再配線パッド３９６が形成される。再配線層２７
４上にロジックチップ７が搭載される。基板３上に第１～第５導電性接続２４１、２４３
、２４６、２４８、２４９及び第１１～第１３導電性接続３４１、３４７、３４８が提供
される。複数のメモリチップ１１、１２、１３、１４、及びロジックチップ７は複数のデ
ータパッド９１及び複数の電源パッド９２を含む。
【００８７】
　第１３導電性接続３４８はロジックチップ７と第１１再配線パッド３９３との間に接続
される。第７再配線パターン３７７は第１１再配線パッド３９３と第１４再配線パッド３
９６との間に形成される。第１２導電性接続３４７は第１４再配線パッド３９６と第１３
再配線パッド３９５との間に接続される。第６再配線パターン３７６は第１３再配線パッ
ド３９５と第１２再配線パッド３９４との間に形成される。第１１導電性接続３４１は第
１２再配線パッド３９４と第４電極フィンガー３３１との間に接続される。
【００８８】
　第１２導電性接続３４７は、ボンディングワイヤ（ｂｏｎｄｉｎｇ　ｗｉｒｅ）、ビー
ムリード（ｂｅａｍ　ｌｅａｄ）、又は導電性テープ（ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　ｔａｐｅ
）を含む。例えば、第１２導電性接続３４７はゴールドワイヤ又はアルミニウムワイヤの
ようなボンディングワイヤである。第１４再配線パッド３９６と第１３再配線パッド３９
５との間に第２再配線パターン２７６が配置される。第１２導電性接続３４７は第２再配
線パターン２７６上を横切る。第１２導電性接続３４７は第２再配線パターン２７６と離
隔される。
【００８９】
　他の実施形態において、第１４再配線パッド３９６と第１３再配線パッド３９５との間
に第１再配線パターン２７５及び第２再配線パターン２７６のうちの少なくとも１つが配
置される。
【００９０】
　図２２（Ｂ）を参照すると、最上層メモリチップ１４はパッシベーション絶縁膜１４Ｐ
を含む。パッシベーション絶縁膜１４Ｐは最上層メモリチップ１４を覆う。再配線層２７
４は、第１絶縁膜２７４Ａ、第１３再配線パッド３９５、第２再配線パターン２７６、第
１４再配線パッド３９６、第２絶縁膜２７４Ｂを含む。第１絶縁膜２７４Ａは最上層メモ
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リチップ１４上を覆う。第１絶縁膜２７４Ａ上に、第１３再配線パッド３９５、第２再配
線パターン２７６、及び第１４再配線パッド３９６が形成される。例えば、第１３再配線
パッド３９５、第２再配線パターン２７６、及び第１４再配線パッド３９６は、同一のレ
ベルに形成される。第１３再配線パッド３９５、第２再配線パターン２７６、及び第１４
再配線パッド３９６は互いに重畳しないように形成される。
【００９１】
　第２絶縁膜２７４Ｂは、第１絶縁膜２７４Ａ及び第２再配線パターン２７６を覆い、第
１３再配線パッド３９５及び第１４再配線パッド３９６を露出する。第１３再配線パッド
３９５と第１４再配線パッド３９６との間に第１２導電性接続３４７が形成される。第１
２導電性接続３４７は第２再配線パターン２７６と離隔される。第１２導電性接続３４７
は第１３再配線パッド３９５及び第１４再配線パッド３９６に直接的に接触する。
【００９２】
　図２３は、本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明するレイアウトであり、
図２４は、本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明する断面図である。
【００９３】
　図２３及び図２４を参照すると、基板３上に第１チップスタック（ｃｈｉｐ　ｓｔａｃ
ｋ）１０が搭載される。第１チップスタック１０は複数のメモリチップ１１、１２、１３
、１４を含む。複数のメモリチップ１１、１２、１３、１４のうちの最上層メモリチップ
１４上に再配線層２７４Ｐが形成される。再配線層２７４Ｐは最上層メモリチップ１４上
を部分的に覆う。
【００９４】
　再配線層２７４Ｐ内に、複数の第２再配線パターン２７６、複数の第３再配線パッド２
９３、複数の第４再配線パッド２９４、及び複数の第５再配線パッド２９７が形成される
。最上層メモリチップ１４上にロジックチップ７が搭載される。基板３上に第１チップス
タック１０及びロジックチップ７を覆う封止材５９が提供される。封止材５９内に第１～
第５導電性接続２４１、２４３、２４６、２４８、２４９が提供される。複数のメモリチ
ップ１１、１２、１３、１４、及びロジックチップ７は、複数のデータパッド９１及び複
数の電源パッド９２を含む。
【００９５】
　ロジックチップ７と最上層メモリチップ１４との間には再配線層２７４Ｐがなくてもよ
い。例えば、再配線層２７４Ｐはロジックチップ７と重畳しないように最上層メモリチッ
プ１４上に部分的に形成される。第１再配線パッド（図５の２９１参照）は省略される。
第５導電性接続２４９は、最上層メモリチップ１４のデータパッド９１に接触し、ロジッ
クチップ７のデータパッド９１に接触する。メモリチップ１１、１２、１３、１４とロジ
ックチップ７との間の電気的接続経路の長さは従来に比べて著しく短縮される。
【００９６】
　図２５は、本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明するレイアウトであり、
図２６は、本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明する断面図である。
【００９７】
　図２５及び図２６を参照すると、基板３上に第１チップスタック（ｃｈｉｐ　ｓｔａｃ
ｋ）１０が搭載される。第１チップスタック１０は複数のメモリチップ１１、１２、１３
、１４を含む。複数のメモリチップ１１、１２、１３、１４のうちの最上層メモリチップ
１４上に再配線層２７４が形成される。再配線層２７４内に、複数の第１再配線パターン
２７５、複数の第２再配線パターン２７６、複数の第８再配線パターン４７５、複数の第
１再配線パッド２９１、複数の第２再配線パッド２９２、複数の第３再配線パッド２９３
、複数の第４再配線パッド２９４、複数の第５再配線パッド２９７、複数の第１５再配線
パッド４９１、及び複数の第１６再配線パッド４９２が形成される。再配線層２７４上に
ロジックチップ７及び第１デカップリングキャパシタ（ｄｅｃｏｕｐｌｉｎｇ　ｃａｐａ
ｃｉｔｏｒ）４０５が搭載される。基板３上に第１チップスタック１０及びロジックチッ
プ７を覆う封止材５９が提供される。封止材５９内に、第１～第５導電性接続２４１、２
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４３、２４６、２４８、２４９、第１４導電性接続４４９、及び第１５導電性接続４５０
が提供される。複数のメモリチップ１１、１２、１３、１４、及びロジックチップ７は、
複数の第１データパッド９１、複数の第２データパッド９３、及び複数の電源パッド９２
を含む。
【００９８】
　以下では、図１及び図２（Ａ）を参照して説明した構成要素との相違点だけを簡略に説
明する。
【００９９】
　第１４導電性接続４４９はボンディングワイヤ（ｂｏｎｄｉｎｇ　ｗｉｒｅ）である。
第１５導電性接続４５０は導電性ペースト（ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　ｐａｓｔｅ）、ソル
ダボール（ｓｏｌｄｅｒ　ｂａｌｌ）、又はソルダバンプ（ｓｏｌｄｅｒ　ｂｕｍｐ）で
ある。複数のメモリチップ１１、１２、１３、１４のそれぞれはナンドフラッシュメモリ
（ＮＡＮＤ　ｆｌａｓｈ　ｍｅｍｏｒｙ）のような不揮発性メモリ素子（ｎｏｎ－ｖｏｌ
ａｔｉｌｅ　ｍｅｍｏｒｙ　ｄｅｖｉｃｅ）を含む。複数のメモリチップ１１、１２、１
３、１４のそれぞれは、ロジックチップ７及び第１デカップリングキャパシタ４０５より
も大きい幅である。例えば、第１デカップリングキャパシタ４０５はＭＬＣＣ（Ｍｕｌｔ
ｉ－Ｌａｙｅｒ　Ｃｅｒａｍｉｃ　Ｃａｐａｃｉｔｏｒ）である。ロジックチップ７はロ
ジック素子（ｌｏｇｉｃ　ｄｅｖｉｃｅ）を含むコントローラ（ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）
又はマイクロプロセッサ（ｍｉｃｒｏｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）である。
【０１００】
　第１デカップリングキャパシタ４０５と最上層メモリチップ１４との間に再配線層２７
４が介在する。第１デカップリングキャパシタ４０５は、第１５導電性接続４５０、複数
の第１５再配線パッド４９１、複数の第８再配線パターン４７５、複数の第１６再配線パ
ッド４９２、第１４導電性接続４４９、及び第２データパッド９３を経由してロジックチ
ップ７に接続される。第１デカップリングキャパシタ４０５はロジックチップ７に近く装
着される。
【０１０１】
　他の実施形態において、第１デカップリングキャパシタ４０５は、最上層メモリチップ
１４の第１データパッド９１に直接的に接続される。更に他の実施形態において、第１デ
カップリングキャパシタ４０５は、複数の第１データパッド９１、複数の第２データパッ
ド９３、及び複数の電源パッド９２から選択される２つに接続される。更に他の実施形態
において、第１デカップリングキャパシタ４０５は複数の電源パッド９２に接続される。
更に他の実施形態において、第１デカップリングキャパシタ４０５は、最上層メモリチッ
プ１４とロジックチップ７との間のデータ伝達経路に接続される。更に他の実施形態にお
いて、メモリチップ１１、１２、１３、１４のそれぞれはＤＲＡＭ（ｄｙｎａｍｉｃ　ｒ
ａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）のような揮発性メモリ素子（ｖｏｌａｔｉｌ
ｅ　ｍｅｍｏｒｙ　ｄｅｖｉｃｅ）を含む。更に他の実施形態において、再配線層２７４
は上部配線層と指称する。
【０１０２】
　図２７は、本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明する断面図である。
【０１０３】
　図２７を参照すると、複数のメモリチップ１１、１２、１３、１４のうちの最上層メモ
リチップ１４上に再配線層２７４が形成される。再配線層２７４上にロジックチップ７及
び第１デカップリングキャパシタ４０５が搭載される。第１デカップリングキャパシタ４
０５は第３データパッド９４を含む。第３データパッド９４と第２データパッド９３との
間に第１４導電性接続４４９が形成される。第１４導電性接続４４９はボンディングワイ
ヤ（ｂｏｎｄｉｎｇ　ｗｉｒｅ）である。第１デカップリングキャパシタ４０５は、第１
４導電性接続４４９を経由してロジックチップ７に接続される。
【０１０４】
　図２８は、本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明するレイアウトである。
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【０１０５】
　図２８を参照すると、基板３上に第１チップスタック（ｃｈｉｐ　ｓｔａｃｋ）１０が
搭載される。第１チップスタック１０は複数のメモリチップ１１、１２、１３、１４を含
む。複数のメモリチップ１１、１２、１３、１４のうちの最上層メモリチップ１４上に再
配線層２７４が形成される。再配線層２７４内に、複数の第１再配線パターン２７５、複
数の第２再配線パターン２７６、複数の第８再配線パターン４７５、複数の第１再配線パ
ッド２９１、複数の第２再配線パッド２９２、複数の第３再配線パッド２９３、複数の第
４再配線パッド２９４、複数の第５再配線パッド２９７、複数の第１５再配線パッド４９
１、及び複数の第１６再配線パッド４９２が形成される。再配線層２７４上にロジックチ
ップ７及び第１デカップリングキャパシタ（ｄｅｃｏｕｐｌｉｎｇ　ｃａｐａｃｉｔｏｒ
）４０５が搭載される。基板３上に第１～第５導電性接続２４１、２４３、２４６、２４
８、２４９、第１４導電性接続４４９、及び第１５導電性接続４５０が形成される。複数
のメモリチップ１１、１２、１３、１４、及びロジックチップ７は、複数の第１データパ
ッド９１、第２データパッド９３、及び複数の電源パッド９２を含む。
【０１０６】
　基板３上に第２デカップリングキャパシタ（ｄｅｃｏｕｐｌｉｎｇ　ｃａｐａｃｉｔｏ
ｒ）４０６が搭載される。第２デカップリングキャパシタ４０６はＭＬＣＣ（Ｍｕｌｔｉ
－Ｌａｙｅｒ　Ｃｅｒａｍｉｃ　Ｃａｐａｃｉｔｏｒ）である。基板３上に、第１電極フ
ィンガー２３１、第２電極フィンガー２３３、及び第５電極フィンガー４３１が形成され
る。第２デカップリングキャパシタ４０６は、第５電極フィンガー４３１を経由してロジ
ックチップ７又は複数のメモリチップ１１、１２、１３、１４に接続される。
【０１０７】
　図２９は、本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明するレイアウトであり、
図３０は、本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明する断面図である。
【０１０８】
　図２９及び図３０を参照すると、基板３上に第１チップスタック（ｃｈｉｐ　ｓｔａｃ
ｋ）１０が搭載される。第１チップスタック１０は複数のメモリチップ１１、１２、１３
、１４を含む。複数のメモリチップ１１、１２、１３、１４のうちの最上層メモリチップ
１４上に再配線層２７４が形成される。再配線層２７４内に、複数の第１再配線パターン
２７５、複数の第２再配線パターン２７６、複数の第９再配線パターン４７６、複数の第
１再配線パッド２９１、複数の第２再配線パッド２９２、複数の第３再配線パッド２９３
、複数の第４再配線パッド２９４、複数の第５再配線パッド２９７、複数の第１７再配線
パッド４９３、及び複数の第１８再配線パッド４９４が形成される。再配線層２７４上に
ロジックチップ７及びＩＰＤ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｐａｓｓｉｖｅ　Ｄｅｖｉｃｅ）
４０７が搭載される。基板３上に、第１チップスタック１０、ロジックチップ７及びＩＰ
Ｄ（４０７）を覆う封止材５９が提供される。封止材５９内に、第１～第５導電性接続２
４１、２４３、２４６、２４８、２４９、第１６導電性接続４５１、及び第１７導電性接
続４５２が提供される。複数のメモリチップ１１、１２、１３、１４、及びロジックチッ
プ７は、複数の第１データパッド９１、第４データパッド９５、及び複数の電源パッド９
２を含む。
【０１０９】
　第１６導電性接続４５１はボンディングワイヤ（ｂｏｎｄｉｎｇ　ｗｉｒｅ）である。
第１７導電性接続４５２はソルダボール（ｓｏｌｄｅｒ　ｂａｌｌ）又はソルダバンプ（
ｓｏｌｄｅｒ　ｂｕｍｐ）である。複数のメモリチップ１１、１２、１３、１４のそれぞ
れはナンドフラッシュメモリ（ＮＡＮＤ　ｆｌａｓｈ　ｍｅｍｏｒｙ）のような不揮発性
メモリ素子（ｎｏｎ－ｖｏｌａｔｉｌｅ　ｍｅｍｏｒｙ　ｄｅｖｉｃｅ）を含む。複数の
メモリチップ１１、１２、１３、１４のそれぞれは、ロジックチップ７及びＩＰＤ（４０
７）よりも大きい幅である。ＩＰＤ４０７は、抵抗、インダクタ、キャパシタ、又はそれ
らの組み合わせを含む。ロジックチップ７はロジック素子（ｌｏｇｉｃ　ｄｅｖｉｃｅ）
を含むコントローラ（ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）又はマイクロプロセッサ（ｍｉｃｒｏｐｒ
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ｏｃｅｓｓｏｒ）である。
【０１１０】
　ＩＰＤ４０７と最上層メモリチップ１４との間に再配線層２７４が介在する。ＩＰＤ４
０７は、第１７導電性接続４５２、複数の第１８再配線パッド４９４、複数の第９再配線
パターン４７６、複数の第１７再配線パッド４９３、第１６導電性接続４５１、及び第４
データパッド９５を経由してロジックチップ７に接続される。ＩＰＤ４０７はロジックチ
ップ７に近く装着される。
【０１１１】
　他の実施形態において、ＩＰＤ４０７は最上層メモリチップ１４の第１データパッド９
１に直接的に接続される。更に他の実施形態において、ＩＰＤ４０７は最上層メモリチッ
プ１４とロジックチップ７との間のデータ伝達経路に接続される。更に他の実施形態にお
いて、メモリチップ１１、１２、１３、１４のそれぞれは、ＤＲＡＭ（ｄｙｎａｍｉｃ　
ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）のような揮発性メモリ素子（ｖｏｌａｔｉ
ｌｅ　ｍｅｍｏｒｙ　ｄｅｖｉｃｅ）を含む。
【０１１２】
　図３１は、本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明するレイアウトであり、
図３２は、本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明する断面図である。
【０１１３】
　図３１及び図３２を参照すると、基板３上に第１チップスタック（ｃｈｉｐ　ｓｔａｃ
ｋ）１０が搭載される。第１チップスタック１０は複数のメモリチップ１１、１２、１３
、１４を含む。複数のメモリチップ１１、１２、１３、１４のうちの最上層メモリチップ
１４上に再配線層２７４が形成される。再配線層２７４内に、複数の第１再配線パターン
２７５、複数の第２再配線パターン２７６、複数の第９再配線パターン４７６、複数の第
１再配線パッド２９１、複数の第２再配線パッド２９２、複数の第３再配線パッド２９３
、複数の第４再配線パッド２９４、複数の第５再配線パッド２９７、複数の第１７再配線
パッド４９３、及び複数の第１８再配線パッド４９４が形成される。再配線層２７４上に
ロジックチップ７及びＩＰＤ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｐａｓｓｉｖｅ　Ｄｅｖｉｃｅ）
４０７が搭載される。基板３上に、第１チップスタック１０、ロジックチップ７、及びＩ
ＰＤ４０７を覆う封止材５９が提供される。封止材５９内に、第１～第５導電性接続２４
１、２４３、２４６、２４８、２４９、第１６導電性接続４５１、及び第１８導電性接続
４５３が提供される。複数のメモリチップ１１、１２、１３、１４、及びロジックチップ
７は、複数の第１データパッド９１、第４データパッド９５、及び複数の電源パッド９２
を含む。
【０１１４】
　第１６導電性接続４５１及び第１８導電性接続４５３はボンディングワイヤ（ｂｏｎｄ
ｉｎｇ　ｗｉｒｅ）である。複数のメモリチップ１１、１２、１３、１４のそれぞれはナ
ンドフラッシュメモリ（ＮＡＮＤ　ｆｌａｓｈ　ｍｅｍｏｒｙ）のような不揮発性メモリ
素子（ｎｏｎ－ｖｏｌａｔｉｌｅ　ｍｅｍｏｒｙ　ｄｅｖｉｃｅ）を含む。複数のメモリ
チップ１１、１２、１３、１４のそれぞれは、ロジックチップ７及びＩＰＤ４０７よりも
大きい幅である。ＩＰＤ４０７は、抵抗、インダクタ、キャパシタ、又はそれらの組み合
わせを含む。ロジックチップ７はロジック素子（ｌｏｇｉｃ　ｄｅｖｉｃｅ）を含むコン
トローラ（ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）又はマイクロプロセッサ（ｍｉｃｒｏｐｒｏｃｅｓｓ
ｏｒ）である。
【０１１５】
　ＩＰＤ４０７と最上層メモリチップ１４との間に再配線層２７４が介在する。ＩＰＤ４
０７は第５データパッド９６を含む。第５データパッド９６と複数の第１８再配線パッド
４９４との間に第１８導電性接続４５３が形成される。ＩＰＤ４０７は、第１８導電性接
続４５３、複数の第１８再配線パッド４９４、複数の第９再配線パターン４７６、複数の
第１７再配線パッド４９３、第１６導電性接続４５１、及び第４データパッド９５を経由
してロジックチップ７に接続される。ＩＰＤ４０７はロジックチップ７に近く装着される
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。
【０１１６】
　図３３は、本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明するレイアウトであり、
図３４は、本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明する断面図である
【０１１７】
　図３３及び図３４を参照すると、基板３上に第１チップスタック（ｃｈｉｐ　ｓｔａｃ
ｋ）１０が搭載される。第１チップスタック１０は複数のメモリチップ１１、１２、１３
、１４を含む。複数のメモリチップ１１、１２、１３、１４のうちの最上層メモリチップ
１４上に再配線層２７４が形成される。再配線層２７４上にロジックチップ７及びＩＰＤ
（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｐａｓｓｉｖｅ　Ｄｅｖｉｃｅ）４０７が搭載される。基板３
上に、第１チップスタック１０、ロジックチップ７、及びＩＰＤ４０７を覆う封止材５９
が提供される。封止材５９内に、第１～第５導電性接続２４１、２４３、２４６、２４８
、２４９、及び第１６導電性接続４５１が提供される。
【０１１８】
　第１６導電性接続４５１はボンディングワイヤ（ｂｏｎｄｉｎｇ　ｗｉｒｅ）である。
ＩＰＤ４０７は第５データパッド９６を含む。第５データパッド９６と第４データパッド
９５との間に第１６導電性接続４５１が形成される。ＩＰＤ４０７は、第１６導電性接続
４５１を経由してロジックチップ７に接続される。ＩＰＤ４０７はロジックチップ７に近
く装着される。
【０１１９】
　図３５は、本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明するレイアウトである。
【０１２０】
　図３５を参照すると、基板３上に第１チップスタック（ｃｈｉｐ　ｓｔａｃｋ）１０が
搭載される。第１チップスタック１０は複数のメモリチップ１１、１２、１３、１４を含
む。メモリチップ１１、１２、１３、１４のうちの最上層メモリチップ１４上に再配線層
２７４が形成される。再配線層２７４内に、複数の第１再配線パターン２７５、複数の第
２再配線パターン２７６、複数の第３再配線パターン２７７、複数の第８再配線パターン
４７５、複数の第９再配線パターン４７６、複数の第１再配線パッド２９１、複数の第２
再配線パッド２９２、複数の第３再配線パッド２９３、複数の第４再配線パッド２９４、
複数の第５再配線パッド２９７、複数の第６再配線パッド２９８、複数の第１５再配線パ
ッド４９１、複数の第１６再配線パッド４９２、複数の第１７再配線パッド４９３、及び
複数の第１８再配線パッド４９４が形成される。再配線層２７４上に、ロジックチップ７
、第１バッファチップ２６１、第２バッファチップ２６２、第１デカップリングキャパシ
タ４０５、及びＩＰＤ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｐａｓｓｉｖｅ　Ｄｅｖｉｃｅ）４０７
が搭載される。
【０１２１】
　基板３上に、第１導電性接続２４１、第２導電性接続２４３、第３導電性接続２４６、
第４導電性接続２４８、第５導電性接続２４９、第６導電性接続２４４、第７導電性接続
２４７、第１４導電性接続４４９、第１６導電性接続４５１、及び第１８導電性接続４５
３が提供される。メモリチップ１１、１２、１３、１４、第１バッファチップ２６１、第
２バッファチップ２６２、及びロジックチップ７は、複数の第１データパッド９１、第２
データパッド９３、第４データパッド９５、及び複数の電源パッド９２を含む。
【０１２２】
　第１バッファチップ２６１及び第２バッファチップ２６２は、ＤＲＡＭ又はＳＲＡＭの
ような揮発性メモリ素子（ｖｏｌａｔｉｌｅ　ｍｅｍｏｒｙ　ｄｅｖｉｃｅ）を含む。基
板３上に第２デカップリングキャパシタ（ｄｅｃｏｕｐｌｉｎｇ　ｃａｐａｃｉｔｏｒ）
４０６が搭載される。第１デカップリングキャパシタ４０５及び第２デカップリングキャ
パシタ４０６は、ＭＬＣＣ（Ｍｕｌｔｉ－Ｌａｙｅｒ　Ｃｅｒａｍｉｃ　Ｃａｐａｃｉｔ
ｏｒ）である。基板３上に、第１電極フィンガー２３１、第２電極フィンガー２３３、及
び第５電極フィンガー４３１が形成される。ＩＰＤ４０７は第５データパッド９６を含む



(29) JP 6122290 B2 2017.4.26

10

20

30

40

50

。第１デカップリングキャパシタ４０５、第２デカップリングキャパシタ４０６、及びＩ
ＰＤ４０７は受動素子と指称する。
【０１２３】
　図３６は、本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明するレイアウトであり、
図３７は、図３６の一部分を詳細に示す拡大図であり、図３８は、本発明の一実施形態に
よる半導体パッケージを説明する断面図である。
【０１２４】
　図３６及び図３７を参照すると、基板３上に第１チップスタック（ｃｈｉｐ　ｓｔａｃ
ｋ）１０が搭載される。第１チップスタック１０は複数のメモリチップ１１、１２、１３
、１４を含む。複数のメモリチップ１１、１２、１３、１４のうちの最上層メモリチップ
１４上に再配線層２７４が形成される。再配線層２７４内に、複数の第１再配線パターン
２７５、複数の第２再配線パターン２７６、複数の第１再配線パッド２９１、複数の第２
再配線パッド２９２、複数の第３再配線パッド２９３、複数の第４再配線パッド２９４、
複数の第５再配線パッド２９７、及びデカップリングキャパシタ（ｄｅｃｏｕｐｌｉｎｇ
　ｃａｐａｃｉｔｏｒ）５１１が形成される。再配線層２７４上にロジックチップ７が搭
載される。基板３上に、第１～第５導電性接続２４１、２４３、２４６、２４８、２４９
、及び第１９導電性接続４５１が提供される。複数のメモリチップ１１、１２、１３、１
４、及びロジックチップ７は、複数の第１データパッド９１、第６データパッド９７、及
び複数の電源パッド９２を含む。
【０１２５】
　デカップリングキャパシタ５１１は、第１キャパシタ電極５０１、第１キャパシタ電極
５０１と対向する第２キャパシタ電極５０５、及び第１キャパシタ電極５０１と第２キャ
パシタ電極５０５との間のキャパシタ誘電膜５０３を含む。第１キャパシタ電極５０１の
一端に第１キャパシタパッド５２１が形成され、第２キャパシタ電極５０５の一端に第２
キャパシタパッド５２５が形成される。第１キャパシタパッド５２１及び第２キャパシタ
パッド５２５は、第１９導電性接続５４１により第６データパッド９７に接続される。デ
カップリングキャパシタ５１１は、第１９導電性接続５４１を経由してロジックチップ７
に接続される。
【０１２６】
　第１キャパシタ電極５０１及び第２キャパシタ電極５０５は互いに平行する。第１キャ
パシタ電極５０１及び第２キャパシタ電極５０５のそれぞれはジグザグ状に曲がる。第１
キャパシタ電極５０１及び第２キャパシタ電極５０５のそれぞれは金属膜のような導電膜
を含む。キャパシタ誘電膜５０３は、シリコン酸化物、シリコン窒化物、シリコン酸窒化
物、高誘電膜（Ｈｉｇｈ－Ｋ　ｄｉｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｌａｙｅｒ）、又はそれらの組み
合わせのような絶縁物を含む。第１９導電性接続５４１はボンディングワイヤ（ｂｏｎｄ
ｉｎｇ　ｗｉｒｅ）である。デカップリングキャパシタ５１１はロジックチップ７に近く
形成される。
【０１２７】
　他の実施形態において、デカップリングキャパシタ５１１は、最上層メモリチップ１４
の第１データパッド９１に直接的に接続される。更に他の実施形態において、デカップリ
ングキャパシタ５１１は最上層メモリチップ１４とロジックチップ７との間のデータ伝達
経路に接続される。
【０１２８】
　図３８を参照すると、最上層メモリチップ１４はパッシベーション絶縁膜１４Ｐを含む
。パッシベーション絶縁膜１４Ｐは、シリコン酸化物、シリコン窒化物、シリコン酸窒化
物、又はそれらの組み合わせのような絶縁物を含む。パッシベーション絶縁膜１４Ｐ上に
再配線層２７４が形成される。再配線層２７４内にデカップリングキャパシタ（ｄｅｃｏ
ｕｐｌｉｎｇ　ｃａｐａｃｉｔｏｒ）５１１が形成される。
【０１２９】
　例えば、パッシベーション絶縁膜１４Ｐ上に第１絶縁膜２７４Ａが形成される。第１絶
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縁膜２７４Ａはパッシベーション絶縁膜１４Ｐに直接的に接触する。第１絶縁膜２７４Ａ
上に、第１キャパシタ電極５０１、第２キャパシタ電極５０５、キャパシタ誘電膜５０３
、第１キャパシタパッド５２１、及び第２キャパシタパッド５２５が形成される。第１絶
縁膜２７４Ａ上にデカップリングキャパシタ５１１を覆う第２絶縁膜２７４Ｂが形成され
る。第２絶縁膜２７４Ｂは、第１キャパシタ電極５０１及び第２キャパシタ電極５０５を
覆い、第１キャパシタパッド５２１及び第２キャパシタパッド５２５を露出する。第１キ
ャパシタパッド５２１及び第２キャパシタパッド５２５上に第１９導電性接続５４１が形
成される。第１キャパシタ電極５０１、第２キャパシタ電極５０５、キャパシタ誘電膜５
０３、第１キャパシタパッド５２１、及び第２キャパシタパッド５２５は同一の水平レベ
ルに形成される。
【０１３０】
　他の実施形態において、再配線層２７４は最上層メモリチップ１４上に部分的に形成さ
れる。
【０１３１】
　図３９は、本発明の一実施形態による半導体パッケージの一部分を詳細に示す拡大図で
あり、図４０は、本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明する断面図である。
【０１３２】
　図３９及び図４０を参照すると、最上層メモリチップ１４はパッシベーション絶縁膜１
４Ｐを含む。パッシベーション絶縁膜１４Ｐ上に再配線層２７４が形成される。再配線層
２７４内にデカップリングキャパシタ（ｄｅｃｏｕｐｌｉｎｇ　ｃａｐａｃｉｔｏｒ）５
１１Ａが形成される。デカップリングキャパシタ５１１Ａは、第１キャパシタ電極５０１
Ａ、第１キャパシタ電極５０１Ａ上のキャパシタ誘電膜５０３Ａ、及びキャパシタ誘電膜
５０３Ａ上の第２キャパシタ電極５０５Ａを含む。第１キャパシタ電極５０１Ａの一端に
第１キャパシタパッド５２１Ａが形成され、第２キャパシタ電極５０５Ａの一端に第２キ
ャパシタパッド５２５Ａが形成される。第１キャパシタパッド５２１Ａ及び第２キャパシ
タパッド５２５Ａ上に第１９導電性接続５４１が形成される。
【０１３３】
　キャパシタ誘電膜５０３Ａは第１キャパシタ電極５０１Ａの上部表面を覆う。キャパシ
タ誘電膜５０３Ａは第１キャパシタ電極５０１Ａと第２キャパシタ電極５０５Ａとの間に
介在する。キャパシタ誘電膜５０３Ａは、第１キャパシタ電極５０１Ａ及び第２キャパシ
タ電極５０５Ａに接触する。
【０１３４】
　図４１は、本発明の一実施形態による半導体パッケージを説明するレイアウトである。
【０１３５】
　図４１を参照すると、基板３上に第１チップスタック（ｃｈｉｐ　ｓｔａｃｋ）１０が
搭載される。第１チップスタック１０は複数のメモリチップ１１、１２、１３、１４を含
む。メモリチップ１１、１２、１３、１４のうちの最上層メモリチップ１４上に再配線層
２７４が形成される。再配線層２７４内に、複数の第１再配線パターン２７５、複数の第
２再配線パターン２７６、複数の第３再配線パターン２７７、複数の第９再配線パターン
４７６、複数の第１再配線パッド２９１、複数の第２再配線パッド２９２、複数の第３再
配線パッド２９３、複数の第４再配線パッド２９４、複数の第５再配線パッド２９７、複
数の第６再配線パッド２９８、複数の第１７再配線パッド４９３、及び第１デカップリン
グキャパシタ５１１が形成される。再配線層２７４上に、ロジックチップ７、第１バッフ
ァチップ２６１、第２バッファチップ２６２、及びＩＰＤ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｐａ
ｓｓｉｖｅ　Ｄｅｖｉｃｅ）４０７が搭載される。
【０１３６】
　基板３上に、第１導電性接続２４１、第２導電性接続２４３、第３導電性接続２４６、
第４導電性接続２４８、第５導電性接続２４９、第６導電性接続２４４、第７導電性接続
２４７、第１６導電性接続４５１、及び第１９導電性接続５４１が形成される。メモリチ
ップ１１、１２、１３、１４、第１バッファチップ２６１、第２バッファチップ２６２、
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及びロジックチップ７は、複数の第１データパッド９１、第４データパッド９５、第６デ
ータパッド９７、及び複数の電源パッド９２を含む。
【０１３７】
　第１デカップリングキャパシタ５１１は第１キャパシタパッド５２１及び第２キャパシ
タパッド５２５を含む。第１キャパシタパッド５２１及び第２キャパシタパッド５２５は
、第１９導電性接続５４１により第６データパッド９７に接続される。基板３上に第２デ
カップリングキャパシタ（ｄｅｃｏｕｐｌｉｎｇ　ｃａｐａｃｉｔｏｒ）４０６が搭載さ
れる。第２デカップリングキャパシタ４０６はＭＬＣＣ（Ｍｕｌｔｉ－Ｌａｙｅｒ　Ｃｅ
ｒａｍｉｃ　Ｃａｐａｃｉｔｏｒ）である。基板３上に、第１電極フィンガー２３１、第
２電極フィンガー２３３、及び第５電極フィンガー４３１が形成される。
【０１３８】
　図１～図４１を参照して説明したように、再配線層２７４、メモリチップ１１、１２、
１３、１４、ロジックチップ７、バッファチップ２６１、２６２、ＩＰＤ４０７、及びデ
カップリングキャパシタ４０５、４０６、５１１の構成は、信号伝達経路を短縮し、動作
速度を改善し、大きさ縮小に有利な半導体パッケージの具現に非常に効果的に用いられる
。例えば、メモリチップ１１、１２、１３、１４は、ロジックチップ７及び再配線層２７
４を経由して基板３に電気的に接続される。メモリチップ１１、１２、１３、１４とロジ
ックチップ７との間の信号伝達経路を短縮することで半導体パッケージの動作速度は従来
に比べて著しく増加する。基板３内には、ロジックチップ７とメモリチップ１１、１２、
１３、１４との間にデータ信号を伝達する役割を担うどのような配線も必要としない。
【０１３９】
　基板３内に形成された基板内部配線３２１、３２２、３２３は従来に比べて著しく単純
化される。基板３の電源供給能力及び信号伝達能力は従来に比べて著しく向上する。再配
線層２７４の構成によって、ロジックチップ７、バッファチップ２６１、２６２、ＩＰＤ
４０７、及びデカップリングキャパシタ４０５、４０６、５１１の搭載位置に対する自由
度は従来に比べて著しく改善される。再配線層２７４の構成は半導体パッケージの大きさ
の縮小に非常に効果的な手段を提供する。
【０１４０】
　他の実施形態において、メモリチップ１１、１２、１３、１４、ロジックチップ７、バ
ッファチップ２６１、２６２、ＩＰＤ４０７、及びデカップリングキャパシタ４０５、４
０６、５１１との間の信号伝達経路は多様に構成される。例えば、メモリチップ１１、１
２、１３、１４又はバッファチップ２６１、２６２のいくつかは、基板３を経由してロジ
ックチップ７に電気的に接続される。
【０１４１】
　図４２は、本発明の一実施形態による電子装置の斜視図であり、図４３は、本発明の一
実施形態による電子装置のシステムブロック図である。電子装置は、ソリッドステートド
ライブ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ：ＳＳＤ）１１００のようなデータ保存装
置である。
【０１４２】
　図４２及び図４３を参照すると、ソリッドステートドライブ（ＳＳＤ）１１００は、イ
ンターフェース１１１３、制御器（ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）１１１５、不揮発性メモリ（
ｎｏｎ－ｖｏｌａｔｉｌｅ　ｍｅｍｏｒｙ）１１１８、及びバッファメモリ（ｂｕｆｆｅ
ｒ　ｍｅｍｏｒｙ）１１１９を含む。ソリッドステートドライブ１１００は半導体素子を
用いて情報を保存する装置である。ソリッドステートドライブ１１００は、ハードディス
クドライブ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ：ＨＤＤ）に比べて速度が早く、機械的遅
延や失敗率、発熱、騷音も少なく、小型化、軽量化することができる長所がある。ソリッ
ドステートドライブ１１００は、ラップトップ、ノートパソコン、デスクトップパソコン
、ＭＰ３プレーヤ、又は携帯用保存装置に用いられる。
【０１４３】
　制御器１１１５は、インターフェース１１１３に隣接するように形成され、電気的に接
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続される。制御器１１１５はメモリ制御器及びバッファ制御器を含むマイクロプロセッサ
（ｍｉｃｒｏｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）である。不揮発性メモリ１１１８は、制御器１１１５
に隣接するように形成され、電気的に接続される。ソリッドステートドライブ１１００の
データ保存容量は不揮発性メモリ１１１８に対応する。バッファメモリ１１１９は制御器
１１１５に隣接するように形成されて電気的に接続される。
【０１４４】
　インターフェース１１１３は、ホスト（Ｈｏｓｔ）１００２に接続され、データのよう
な電気信号を送受信する役割を担う。例えば、インターフェース１１１３は、ＳＡＴＡ、
ＩＤＥ、ＳＣＳＩ、及び／又はそれらの組み合わせのような規格を用いる装置である。不
揮発性メモリ１１１８は制御器１１１５を経由してインターフェース１１１３に接続され
る。不揮発性メモリ１１１８はインターフェース１１１３を介して受信したデータを保存
する役割を担う。ソリッドステートドライブ１１００への電源供給が遮断されても、不揮
発性メモリ１１１８に保存されたデータは保存される特性がある。
【０１４５】
　バッファメモリ１１１９は揮発性メモリ（ｖｏｌａｔｉｌｅ　ｍｅｍｏｒｙ）を含む。
揮発性メモリはＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ
）及び／又はＳＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）で
ある。バッファメモリ１１１９は不揮発性メモリ１１１８に比べて相対的に早い動作速度
を示す。
【０１４６】
　インターフェース１１１３のデータ処理速度は不揮発性メモリ１１１８の動作速度に比
べて相対的に早い。ここで、バッファメモリ１１１９はデータを臨時的に保存する役割を
担う。インターフェース１１１３を介して受信したデータは、制御器１１１５を経由して
バッファメモリ１１１９に臨時的に保存された後、不揮発性メモリ１１１８のデータ書き
込み（ｗｒｉｔｅ）速度に合わせて不揮発性メモリ１１１８に永久保存される。また、不
揮発性メモリ１１１８に保存されたデータのうち、よく使われるデータは前もって読み出
し（ｒｅａｄ）されてバッファメモリ１１１９に臨時的に保存される。即ち、バッファメ
モリ１１１９はソリッドステートドライブ１１００の有効動作速度を増加させてエラー（
ｅｒｒｏｒ）発生率を減少させる役割をする。
【０１４７】
　不揮発性メモリ（ｎｏｎ－ｖｏｌａｔｉｌｅ　ｍｅｍｏｒｙ）１１１８、バッファメモ
リ１１１９、及び制御器１１１５は、図１～図４１を参照して説明したものと同様な構成
を示す。例えば、不揮発性メモリ（ｎｏｎ－ｖｏｌａｔｉｌｅ　ｍｅｍｏｒｙ）１１１８
、バッファメモリ１１１９、及び制御器１１１５は１つの半導体パッケージ内に搭載され
る。他の実施形態において、不揮発性メモリ（ｎｏｎ－ｖｏｌａｔｉｌｅ　ｍｅｍｏｒｙ
）１１１８及び制御器１１１５は第１半導体パッケージ内に搭載され、バッファメモリ１
１１９は第２半導体パッケージ内に搭載される。他の実施形態において、不揮発性メモリ
（ｎｏｎ－ｖｏｌａｔｉｌｅ　ｍｅｍｏｒｙ）１１１８は第１半導体パッケージ内に搭載
され、バッファメモリ１１１９は第２半導体パッケージ内に搭載され、制御器１１１５は
第３半導体パッケージ内に搭載される。ソリッドステートドライブ１１００の電気的特性
は従来に比べて著しく改善される。
【０１４８】
　図４４～図４６は、本発明の一実施形態による電子装置の斜視図であり、図４７は、本
発明の一実施形態による電子装置のシステムブロック図である。
【０１４９】
　図４４～図４６を参照すると、図１～図４１を参照して説明した半導体パッケージはｅ
ＭＭＣ（ｅｍｂｅｄｄｅｄ　ｍｕｌｔｉ－ｍｅｄｉａ　ｃｈｉｐ）１２００、ｍｉｃｒｏ
ＳＤ１３００、携帯電話１９００、ネットブック、ノートパソコン、又はタブレットＰＣ
のような電子システムに有効に適用される。例えば、図１～図４１を参照して説明したも
のと同様な半導体パッケージは、携帯電話１９００内のメインボードに搭載される。図１
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～図４１を参照して説明したものと同様な半導体パッケージは、ｍｉｃｒｏＳＤ１３００
のような拡張装置として提供され、携帯電話１９００に装着して用いられる。
【０１５０】
　図４７を参照すると、図１～図４１を参照して説明したものと同様な半導体パッケージ
は、電子システム２１００に適用される。電子システム２１００は、ボディ（Ｂｏｄｙ）
２１１０、マイクロプロセッサユニット（Ｍｉｃｒｏ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ　Ｕｎｉｔ）
２１２０、パワーユニット（Ｐｏｗｅｒ　Ｕｎｉｔ）２１３０、機能ユニット（Ｆｕｎｃ
ｔｉｏｎ　Ｕｎｉｔ）２１４０、及びディスプレイコントローラユニット（Ｄｉｓｐｌａ
ｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　Ｕｎｉｔ）２１５０を含む。ボディ２１１０は印刷回路基板
（ＰＣＢ）に形成されたマザーボード（Ｍｏｔｈｅｒ　Ｂｏａｒｄ）である。マイクロプ
ロセッサユニット２１２０、パワーユニット２１３０、機能ユニット２１４０、及びディ
スプレイコントローラユニット２１５０は、ボディ２１１０に装着される。ボディ２１１
０の内部或いはボディ２１１０の外部にディスプレイユニット２１６０が配置される。例
えば、ディスプレイユニット２１６０は、ボディ２１１０の表面に配置されてディスプレ
イコントローラユニット２１５０によりプロセスされたイメージを表示する。
【０１５１】
　パワーユニット２１３０は、外部バッテリ（図示せず）などから所定電圧を受けて、こ
れを、要求される電圧レベルに分岐して、マイクロプロセッサユニット２１２０、機能ユ
ニット２１４０、ディスプレイコントローラユニット２１５０などに供給する役割を担う
。マイクロプロセッサユニット２１２０は、パワーユニット２１３０から電圧を受けて機
能ユニット２１４０とディスプレイユニット２１６０を制御する。機能ユニット２１４０
は多様な電子システム２１００の機能を遂行する。例えば、電子システム２１００が携帯
電話の場合、機能ユニット２１４０は、ダイヤリング、又は外部装置（Ｅｘｔｅｒｎａｌ
　Ａｐｐａｒａｔｕｓ）２１７０との交信によって、ディスプレイユニット２１６０への
映像出力、スピーカへの音声出力などのような携帯電話機能を遂行する多くの構成要素を
含み、カメラが装着された場合にはカメライメージプロセッサ（Ｃａｍｅｒａ　Ｉｍａｇ
ｅ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）の役割を担う。
【０１５２】
　応用実施形態において、電子システム２１００が容量拡張のためにメモリカードなどと
接続する場合、機能ユニット２１４０はメモリカードコントローラである。機能ユニット
２１４０は、有線或いは無線の通信ユニット（Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｕｎｉｔ）
２１８０を介して外部装置２１７０と信号を交信する。電子システム２１００が機能拡張
のためにＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）などを必要とする場合、
機能ユニット２１４０はインターフェースコントローラ（Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌｌｅｒ）の役割をする。機能ユニット２１４０は大容量保存装置を含むことができ
る。
【０１５３】
　図１～図４１を参照して説明したものと同様な半導体パッケージは、機能ユニット２１
４０又はマイクロプロセッサユニット２１２０に適用される。例えば、機能ユニット２１
４０は、基板３、バッファチップ２６１、２６２、メモリチップ１１、１２、１３、１４
、再配線層２７４、及びロジックチップ７を含む。基板３はボディ２１１０に電気的に接
続される。上述した半導体パッケージを搭載した電子システム２１００は、複数の半導体
チップを搭載しながらも軽薄短小化に有利であり、信号伝達経路の短縮による高速動作特
性を示す。
【０１５４】
　以上、図面を参照しながら本発明の実施形態について説明したが、本発明は、上述の実
施形態に限定されるものではなく、本発明の技術的範囲から逸脱しない範囲内で多様に変
更実施することが可能である。
【符号の説明】
【０１５５】
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　２、４　　ソルダレジスト
　３　　基板
　５　　外部端子
　７　　ロジックチップ
　９　　チップスタック（ｃｈｉｐ　ｓｔａｃｋ）
　１０、２０　　第１及び第２チップスタック
　１１、１２、１３、１４、２１、２２、２３、２４　　メモリチップ
　１４Ｐ　　パッシベーション絶縁膜
　５０　　支持台
　５９　　封止材
　９１、９３、９４、９５、９６、９７　　データパッド
　９２　　電源パッド
　２３１、２３２、２３３、３３１、４３１　　電極フィンガー
　２４１、２４２、２４３、２４４、２４５、２４６、２４７、２４８、２４９、３１２
、３４１、３４７、３４８、４４９、４５０、４５１、４５２、４５３、５４１　　導電
性接続
　２５３、２５４、２５５、２５６、２５７　　接着膜
　２６１、２６２　　バッファチップ
　２７４、２７４Ｐ、２８４　　再配線層
　２７４Ａ　　第１絶縁膜
　２７４Ｂ　　第２絶縁膜
　２７５、２７６、２７７、２８５、３１３、３７６、３７７、４７５、４７６　　再配
線パターン
　２９１、２９２、２９３、２９４、２９５、２９６、２９７、２９８、３１１、３１４
、３９３、３９４、３９５、３９６、４９１、４９２、４９３、４９４　　再配線パッド
　３２１、３２２、３２３　　基板内部配線
　４０５、４０６、５１１　　デカップリングキャパシタ（ｄｅｃｏｕｐｌｉｎｇ　ｃａ
ｐａｃｉｔｏｒ）
　４０７　　ＩＰＤ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｐａｓｓｉｖｅ　Ｄｅｖｉｃｅ）
　５０１、５０１Ａ、５０５、５０５Ａ　　キャパシタ電極
　５０３、５０３Ａ　　　キャパシタ誘電膜
　５２１、５２１Ａ、５２５、５２５Ａ　　キャパシタパッド
　１００２　　ホスト（Ｈｏｓｔ）
　１１００　　ソリッドステートドライブ（ＳＳＤ）
　１１１３　　インターフェース
　１１１５　　制御器（ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）
　１１１８　　不揮発性メモリ（ｎｏｎ－ｖｏｌａｔｉｌｅ　ｍｅｍｏｒｙ）
　１１１９　　バッファメモリ（ｂｕｆｆｅｒ　ｍｅｍｏｒｙ）
　１２００　　ｅＭＭＣ（ｅｍｂｅｄｄｅｄ　ｍｕｌｔｉ－ｍｅｄｉａ　ｃｈｉｐ）
　１３００　　ｍｉｃｒｏＳＤ
　１９００　　携帯電話
　２１００　　電子システム
　２１１０　　ボディ
　２１２０　　マイクロプロセッサユニット
　２１３０　　パワーユニット
　２１４０　　機能ユニット
　２１５０　　ディスプレイコントローラユニット
　２１６０　　ディスプレイユニット
　２１７０　　外部装置
　２１８０　　通信ユニット
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